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Die f olgondm Angafoen sind dan vom 

(g) Anzeigevornchtung undTreiberschaltkreis dafur 

(§) In einer AktivmatrixflussigkristallanzeigevorrichtunQ 
wird derTreiber einer Gate-Signal I eitung vargesehen mit 
. einem Treiberabschnttt niedriger Versorgungsspannung. 
Ein Pegelwandlerschaltkreis (n dem Troiberabschnitt ho- 
her Versorgung86pannung besteht a us zwei CMOS- 
Schaltkrei'sen, an die eine Versorgungsepannung Vdd2 
(hohe Versorgungsspannung) gefuhrt wfrd. Audi wird an 
zwei n-Kanal-TFTTr3 und Tr7 m dem Pegelwandlerschalt- 
kreis eine Vorspannung Vddl (niedrfge Versorgungsspan- 
nung) gefuhrt. die eine von dar obigen unterschiedlfchen 
Versorgungsspannung 1st. Ofese Strktur karinverhindern, 
da(^ eine hohe Last auf nur einen n-Kanal- I FT ausgeubt 
wird, und dadurch ist es moglich, die Spannungsfestig- 
keit hoch z\x machen. 
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Bescfardbung 

HintexgEUzid der Erfindung 

l.FddderErfinduDg 5 

Die vodiegrade Erfindung beziebt sicb auf einen TMber- 
scbaltkieis fur cine AnzdgevQnicbtung, die ein BiM duich 
'foiben von in einer Mittix angieardneten Pixel-TFT an- 
zeigt Besonders bezieht sich die voiliegeDde Erfindimg auf 10 
eine VetgiGBening der Spannungsfestigkdt des Undber- 
schaitkreises von diesem lyp. Auch beziefat sicfa die vodie- 
gende Erfindung auf eine Plu.s.sigkri?itananz.eigevoTrichtung 
und einen FlussigkzistallprpjeldDi; die jeweils dea IVeiber- 
schaltkreis von diesem lyp haboi. is 

2. Beschieibung des Stands der Ibchnik 

In den veigangenen Jahien hat sich eine Tecfanik schnell 
cntwickelt, bei dec eine Halblcitervondchtung nrit einem auf 20 
einem bilUgen Glassubstrat gebildeten HalbleitBrdiinnfikn, 
z. B. ein n iinnfilmtran!ri«cfo r (TFT, thin film transistDr) her- 
gestellt winL Dies kommt daher, dafi eine Nachfiage nach 

A Icri vmfltriTfliigmglmsfallanggtgCTnrriehriingen gewachsen 
ist 25 

Die AktivniatrixfliissgknstaUanzeigevGmditungeii ist in 
der Weise entworfen, dafi ein TFT in jeder von mehreicn 
zehn bis mehzeren Millionen Pixelbeieichen in einer Matrix 
angeordnet ist, und Ladungen, die in die jeweiligen Pixel- 
elektroden hineingehai oder herausJcoDanen, durch die 30 
Schaltfunktion des TFT gesteueit werden. 

Fig. lA und IB zeigen die Struktur einer konventionelien 
AktivmatrixfliissigkmtallanzeigevoiTlchtungen. Ein Schie- 
becegister und ein Puffeischaltkreis weiden ailgetnein "peri- 
pbcTcr Treibaschaltkreis'' genannt, und in den kurzUch ver- 3S 
gangenen Jahren wurden sie zusammoi mit einem Aktivma- 
trixschaltkieis auf demselben Substrat gebildet 

In dem Aktivinatrixschaltkreis gibt es Dunnfiimtransisto- 
ren unter Benutzung von amorphen Siliziunu die auf dem 
Glassubstrat gebildet sind. 40 

Auch ist eine Struktur bekannt, in der Quarz als das Sub- 
strat benutzt wird, und die DiinnfUmtransistoien werden mit 
Polysiliziumfilinen heigestellL In diesem Fail weiden der 
Periphere IVeiberschaltkrds und der AktivmaUixschaltkreis 
durch die auf dem Quarzsubstrat gebildeten Dunnfilmtransi- 45 
stolen stzuktuxiert 

Auch wurde eine Technik bekannt, durch die ein Dunn- 
hlmtransLStor unter Benutzung eines kristallinen Silizium- 
films auf dem Glassubstrat mittels eines I^ozesses wie etwa 
LaserumkristaUisieren (laser annealing} heigesteOt wurde. 50 
Die Verwendung dieser Technik macht es moglich, den Ak- 
tivmatrixsdiahkreis und den penpbexen Tieiberschaltkreis 
auf dem Glassubstrat zu integrisen. 

En der in den Fig. lA und 13 gezeigten Struktur wird ein 
Bildsignal, das einer Bildsignalleitimg zugefuhrt wird, zu ei- SS 
nem dutch das Symbol (B) b^eicbneten Zeitpunkt entspre- 
cheod eioem Signal voa einem Scbiebeiegisterschal&rds 
(borizootales AbtastscMeberegister) in einen source-lei- 
tungsseitigen IMberschaltki^ ausgewSlilL Dann wird ein 
vorbesdmrntesBildsignal einer korrespondierenden Source- 60 
Signalleitung zug^uhrt 

Das der Souice-Signaliratung zugefiihzte Bildsignal wild 
durch einen DiumfilDitzansistar eines jeden Pixels (Bildele- 
ment) ausgewihit und in eibe vorbestimmte Pixelelektiode 
eingeschriebea fis 

Der Dunnfilmtransistor eines jeden Pixels wird entspre- 
chend einem ausgewShlten Signal betzieben, das von einem 
Scbiebeiegister (v^kales Abtastschiebeiegister) in einem 



gate-leitungsseitigen TEeiberschaltkieis durch eine (jate-Si- 
gnalleitung dem Dunnfilmtransistor zugefuhrt wiid. 

Diese Opoadon wird sequentiell mit passoidem Zeitab- 
lauf entspiechend den Signaloi von dem Schieb^egister des 
souiceleitungsseitigen lYeTberschakkreiffis und dea Signa- 
leo des gateleitungsseitigea Tyraberschaltkzeises wiederfaoit, 
und daduich ist es magUch, daB die Information sequentiell 
in jectes auf der Matrix apgeordoete Pixel geschriebea wird. 
Nachdem cfie BildinfiormatiGQ fur einen Bildschiim in die 
jeweiligen Pixel geschzieben wcxden ist, wird die Bildinfor- 
mation fOr einoi nachfolgenden Bildschirm geschrieben. 
Auf diese Weise werdoi Bilder sequentiell angczeigt Not- 
malerweise wizd das Schzcaben von Information Gir einen 
Bildscfaiim 30 bis 60 mal pro Minute ausgefiihit. 

In dea kOzzlich veigangenen Jahrm wurde die Anzeige- 
kapazitat 

eriidht, und die Anzeigeaufldsung wurde im hochsten Grad 
verfeineit mit einer sehr schneUen VezgroBerung an zu be- 
handelnd^ Information. BeispieLe der allgemein angewCTh 
deten Anzeigeauflosung eines Computers weiden unten mit 
Anzabl der Pixel und Standardbezeichnung aufgefuhrt. 

(quer X langs): Standardbezeichiiung 
640 x 400: EGA 
640x480: VGA 
800 x 640: SVGA 
1024 x 768: XGA 
1280 X1024: SXGA, 

EbOTfalls in den kiarzlich veigangenen Jahien und auch 
auf dem Gebiet da PC hat sicb aus dem Grund» dafi die 
SoftwaiB viele im Charakto- des Displays untezschiedliche 
Anzeigen ausfuhrt, die Anzeigevcxiichtung verlagext von 
den zum VGA- oder SVGA-Standard angepaBtra Anzeige^ 
vOTdchtungen zum XGA- oder SXGA-Standaid hin, der be- 
zuglich der Anzeigeaufldsung hoh^ ist 

Femer wuide die oben angefuhrte Flussigkostallanzeige^ 
v<^chtung mit hoher Anzeigeaufldsung angewendet fOr die 
Anzeige eines Femsehsignals zus^tzlich zur Anzeige eines 
Datensignals in einem PC 

Unter deo obigen Umstandrai wurden in den veigangenen 
Jahren Anzeigevornchtungen vom Prqjektortyp nrit Benut- 
zung einer AktivmatiixflusslgkristalltafeL, d. tL Projektoren, 
rascb auf den Markt geworfen. D^ FliissigkristaUpiojektor 
wurde entworf^ um ein intensives Licht auf eine Fliissig- 
kristalltafel zu strahlen und ein Bild duich eine Linse auf ei- 
nen Schirm zu wearfen. Der FlQssigkiistallprqjdaor madit es 
moghch, aufgrund seiner Charakteristik ein Bild auf einen 
Bildschirm von 100 mal 200 Zoll zu weif^ 

Auc^ ist ein Flussigkristallpiojektor ausgezeichnet hin- 
sichtlich der Farbwiedeigabetieue, die hdfaer ist als bei Ver- 
wradung einer Bildidfaze (CRT), und ist auch klein in den 
Ausmafien, leicht im Gewicht und 'niedrig im Leistungsver- 
braucb. 

WIe oben beschiieben, muB fUr die Verwirklichung einer 
HOssigkhstalitafel oder dnes FlQsdgkzistallprojektors fUr 
groBe Bildsdsiime mit bober Aufldsung und faobem y^sfei- 
nenmgsgrad die Anzabl der zu verwendenden Pixel-TFT 
entsprechend eibofat weideiL Jn diesem Fall muS eine ho- 
heare Spannung als eine kOTVoitioaelle der Gate-Signallei- 
tung zugefuhrt werden, so dafi dne gewunschte Spannung 
der Gate-Etektrode aller TFT auf einer ausgewShlten Reihe 
in der Akdvmatrix zugefuhrt wild. 

F(g» 2 zdgt ein Beimel eines gate-signaUeitungsseitigen 
TteibeischaltkiBises Cneiber} in einer Flussigkristallanzei- 
gevozrichtung, die die Anwendung einer hohen Spannung 
an die Gate-Signalleitung eifordert Das Bezugszeichen 201 
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bezeicfanet eioeo Schiebeiegi^erscbaltkrBis; das Bezugszei- 
Chen 202 einea Invoter, das Bezugszeichen 203 einen Pe^ 
gelwandler (LS, level shifter); und das Bezugszeichen 204 
einen Inverter in dec letzten Stufe. Der Inverter 204 in der 
letzten Stufe ist mil einer koxrespondiereaden Gate-Signal- 
leitung verbimdoL 

Der Schieberegisterschaltkreis ist aus dner Vielzahl von 
Flipflopsdialtkreisea aufgebauL Das Schieberegists' be- 
ginnt zu einem vorfaestinimtcn Zei^unkt bei Elngabe eines 
Starttaktsignals, das in den SchieberegisteEScbaltkreis einge- 
gebea wird. Ebeofalls wird ein vorbestimmtes Taktsignal in 
das Schicber^ister eingegeben. Dec Sdiieber^isterschalt- 
kras hat eine Funktion, ein Signal aus zugeben, das einen 
Betriebszeitabiauf fur einen mit der Gate-Signalleining kar- 
respondierenden SchaUkrds bestinunt 

Ein Signal voa dem Schieberegister 201 wird an den In- 
verter 202 ausgegeben. Der Inverter 202 invertiert das obige 
Ausgabesignal, um es an den PegeLwandler203 auszugeben. 

Ein Eingabesignal des Pegelwandlers 203 duichiauft den 
Pegelwandler 203, wird dabei in der Spannung erhoht und 
Hann an den Inverter 204 der letzten Stufe ausgegeben, der 
mit der Gate-SignaUeitung verbunden ist Danach wild ein 
durch den Inverter 204 der Letzten Stufe invertiertes Signal 
an die Gate-Signalleitung ausgegeben. 

In diesem Beispiel werdsa zwei Stromversoigungen fur 
den Treiber benotigt Mit anderen Worten: eine Niedeispan- 
nungsstiomversoigung wild fiir das Schieberegister 201 und 
den Inverter 202 verwendet, und eine Hocbspannungsstrom- 
versorgung wird fur den Pegelwandler 203 und den Inverter 
204 der letzten Stufe v^rwendet, und so wird ein Signal mit 
hoher Spannung der Gate-SignaHeitung zugefuhrt. 

Ein Beispiel fur Schaltkreise des konventioneQ verwen- 
deten Pegelwandlers 203 und Inverters 204 wird in Fig. 3A 
und 3B gezeigt Eine Versorgungs spannung Vddh des Pe- 
gelwandlers 203 und des Inverter 204 ist 16 V. In Fig. 3B 
weidcn jene TFT durch die Bezugszeichen 301 bzw. 302 be- 
zeichn^ um zwei n-Kanal-TFT zurbesseren Beschreibung 
zu erkennen. 

Der Pegelwandler 203 wurde in solcher Weise entworfen, 
daB ein invertiertes Signal, das dutch Eihohen der Spannung 
des an Vln eingegebenen Signals erfaaltra wurde> an Vbut 
ausgegeben wird. Das an V^ut des Pegelwandlers 203 aus- 
gegebene Signal wird an Vin des Inverters 204 der letzten 
Stufe eingegeben. Das an den Inverter 204 der letzten Stufe 
eingegebene Signal wird invertieit und dann von Msut an 
eine koirespondierende Gate-Signalleitung ausgegeben. 

Fig. 4 zeigt die Ergebnisse der Simuladon einer Veraisde- 
rung der Spannung des Inverters 204 der letzten Stufe. In 
Fig. 4 bezeichnet das Zeichen O die Versorgungsspannung 
Vddh (=16 V), das Zeichen A bezeichnet ein Eingabesignal 
Vin, das Zeichen V bezeichnet ein Ausgabesignal \feut und 
das Zeichen □ bezeichnet eine Spannung Vx zwischen dem 
Source- und dem. Drain- AnschluB der zwei TFT, wie in Fig. 
3B gezeigt In Fig. 4 bezeichnet die Ordinatenachse die 
Spannungswerte (V) von Vddh, Vout und Vx, und die Ab- 
szissenachse bezeichnet den Spannungswert (V) von Vin. 

Auch zeigt F^. 5 eine WeUenform eines vom Inverter 
204 der letzten Stufe an die GatB-SignaUeitung ausgegebe- 
nen Signals. In Fig. 5 bezeichnet die Ordinatenachse einen 
Spannungswert (V) und die Abszissenacfase bezeichnet die 
ZeitOis). 

Nach Studium der in Fig. 4 gezeigten Simulationsergeb- 
nisse wild erkannt, dafi bei niedrigem Eingangssignal Vin 
der grSBte Tdl der Verscnrgungsspannung an dem n-Kanal- 
TFT 301 anliegt, weil Vx sehr viel kleiner ais Vbut ist, und 
nur wenig Spannung liegt am n-Kanal-TFT 302 an (F%. 3A 
und3B). 

Daher ist die auf dem n-Kanal-TFT 301 lieg«ide Belar 



stung grofi, und dadurcfa verschlechtert sich der n-Kanal- 
TFT 301. 

Dies wild durch das Phanomen verursacht, daB bei Anlie- 
gen einer hohcn Spannung am TFT der Schwcllwert des 
5 TFT, usw. schwankt wegen beschleunigter "heiBer Ttager" 
(hot carrieis), die in der Drain-Region erzeugt werden und 
eine hohe Energie haben, und daduidi im Veriauf der Zeit 
one Veranderung hwbcifuhren. 

Es ist bekannt, daB die Verschlechtenmg des TFT wegen 

10 der "heiBen Tr^gsf* am gioBten ist, wexm die Gate^Source- 
Spannung in der N^e von 2 V liegL 

Die oben beschriebeoe Vcrscfalecht^ung des n-Kanal- 
TFT 301 bewirkt, daB dieZufiihrung eines Signals zurGate- 
SignaUeitung abgescfanitten wizd, und als Polge dessen tze^ 

IS ten Anzdgefehler wie etwa Linienfehler auf, uod dadurch 
veiringeit sich die BildqualitaL 

Aucfa wird in d^ obigen Aktivmalrixflussigkristallvor- 
richtung das IVeiben der FlussigkristaUe wegen des TN-Mo- 
des (gedrehter nematischer Mode, twisted nemadc atode) 

20 allg«nein hiufig verwendeL Beim Treiben der FlOssigkii- 
stalle wegen des TN-Modes werden die nematischen Flus- 
sigkristaUe ausgerichtet, um um 900 gedreht zu werden. 
Auch wild der gedrehte Zustand aufgeboben dutch das An- 
legen einer Spannung, um den optischen Zustand zu verSn- 

25 dem. Im Inneien des TN-Flussigkiistalls wird soicfa ein Pha- 
nomen, daB die Polarisationsachse der Unearen Polarisation 
rodert, benutzt, so daB man ein gewiinschtes Bild duich die 
lineare Poladsadon erhalt, die ein Paar von Polarisations- 
platten duichwandert 

30 Im IN-Mode kann ein Fliissigkristall nrit einer niedrigen 
Spannung wie etwa einige Volt geirieben werden, und eine 
Last, die auf einem periphoien Tteiberschaltkreis liegt, der 
die jeweiligen mit mehreien MUlionen Bildpunkten korre- 
spondierenden TPT nacheinander antreibt, ist ebenfalls rela- 

35 tiv niedrig. Jedodi leidct der TN-Mode unter mehrcrcn 
Mangeln, wie etwa, daB der Betrachtungswinkel schmal ist, 
die Ansprechgeschwindigkeit niedrig ist, u,s.w. 

Unter solchen gegebenen Umstanden wurde nadi neuarti- 
gen FlussigkristallnTcibermodes geforscht. In den neuartigen 

40 Modes gibt es einen dutch ein elektrisches Feld gesteuerten 
DoppelbrEchung3mode_(ECB, electeic field controlled biref- 
ringence), einen Gast-Gastgeber-Mode (guest-host-mode), 
U.S.W. Bei diesen Modes gibt es einen Mode, da eine Span- 
nung veriangt, die hoher ist als die bei Anwendung des TN- 

45 Modes auf FlussigkristaUe. Dieser Mode benutzt gleicher- 
maBen Einrichtungen zur Ediohung der Ausgabespannung 
vom Inverter 202 durch den Pegelwandler 20 : 3 zur Aus- 
gabe an den Inverter 204 der letzten Stufe. 

Auf diese Weise leidet der FaU der Anwendung einer ho- 

50 hen Spannung zum Treiben von Fliissigkristallen auch unter 
dem Problem wie etwa die oben beschriebeoe Verschlechte- 
ning des TFT aufgnind der "heiBai TrSger". 



Zusammraifassung der Erfindung 



ss 



Die Erfindung wurde gemachi, um das obige Problem zu 
losen, und deshalb ist es ein Z^el der vorliegenden Erfin- 
dung, einen Tieiberschaltkzeis vorzusehen, der die Ver- 
schlechterung eines TFT in einem CMCS-Schaltkreis auf 

60 der Hochspannungsseite verfaindert, zu hoher Spannungsfe^ 
stigkeit fuhrt und die IVeiberreserve in dem Fall veigroBert, 
in dem zwei Spannungen mit einer hohen Spannung und ei- 
ner niedrigoi Spannung fiir eine Versorgungsspannung ^- 
nes peripheren IVeiberschaltkieises vorgesehen weiden, und 

63 eine hohe Spannung zum IVeiben einer Gate-SignaUeitung 
benotigt wild. 

Bin anderes Ziel voiliegendiKi Erfindung ist e&, eine 
Fiassigkristallanzeigevarrichtung vorzusehen, die den obi- 
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gen Tieiberschailkreis benutzt 

Um die obigoi Ziele zu ejieicfaoi, wild nacfa einexn 
Asptkt der voriiegenden Erfiodung ein Tidbecschaldueis 
fUr eine Anzeigevoirichtung voigesehen, der eathalu 
dzei Vexsoigungsspannungen Vddl, Vdd2 und Vs; und S 
eine Vielzahi von CMOS-Schaltkrdsen, die auf einem iso- 
llorenden Substral gebildet wcatien, vaa denen jeder der 
Vielzahi voa CMOS^Schaltkreisen eath^ &Den Ausgangs- 
anschlufil eioen Eingangsanschlufi; mindesteos eioea p-Ka- 
nal-TFT, der zwischen die Versorgungsspannimg Vdd2 und 10 
den AusgangsanschluB geschaltet ist; und einen n-Kanal- 
TFT mit zwei Gate-EIcktrodtti, der zwischen den Aus- 
gangsanschlufi und die VerscoguDgsspaiinung Vss geschal- 
tet ist, 

wobei die Beziehung Versorgimgsspannung Vdd2 > Vctsot- t5 
gimgsspannung Vddl > VersCTgungsspannung Vss befrie- 
digt ist, und einer der zwei Gate-Elektrodra des o-Kanal- 
TFT, der nahe dem p-Kanal-TFT liegt, mit der Versorgungs- 
spannung Vddi verbunden ist, und die andeie Gate-Elek- 
trode mit dem EingangsanschluS verbunden isL Das obige 20 
Ziel der voriiegenden Hrfijidung wild durch den obm skiz* 
zierten TVeiberschaltkreis Qreicht 

Der Treibexschalikreis kann einen Fegelwandler und ei- 
nen Inverter oder einen Puffer mit dem CMOS-SchaLtkreis 
enthalten. 25 

Der n-Kanal-TFT mit den zwei Gate-Blektiodea wird auf 
derselbeo Halbldterschicht gebildet. 

Der p-Kanal-TFT cnthalt zwei Gate-Elekttoden. 

Nach einem andeien Aspekt der voriiegenden Erfiiidung 
wird eine Anzeigevoirichtung voigesehea, die enthSllt: 30 
ein isolierendes Substrat; 

eine Vielzahi von Pixel-TFT, die auf dem isoliereoden Sub- 
strat gebildet sind; 

einen IVeiberschaltkreis, der auf dem isoLieiraden Substrat 
zum Tbeiben der Vielzahi von Pixel-TFT gebadet ist; und 3S 
can Anzeigemedium, dessea optisches AatwortveifaaltBa ge- 
steueit wild durch die ^elzahl der Pixel-TFT, 
wobei der Tceiberschaltkreis enthalt: drei A^rsorgungsspan- 
oungOT Vddl, Vdd2 und Vss; und eine Vielzahi v<mi GMOS- 
Schaltkreisea, die auf dem isolieienden Substrat gebildet 40 
weideo, von denen jeder der Vielzahi von CMOS-Schalt- 
kreisen enthalt einen Ausgangsanschlul3; einen Hingangs- 
anschluB; mindestms einen p-Kanal-TFX cter zwischen die 
Versorgungsspannung Vdd2 und dca AusgangsanschluB ge- 
schaltet ist; und einen o-Kanal-UnT mit zwei Gate^Elektro- 45 
den, der zwischen den AusgangsanschluB und die Vexsor- 
guDgsspannung Vss geschaltet ist, wobei die Beziehung 
Versorgmgsspannung Vdd2 > Versozgungsspannung Vddl 
> Versorgungsspannung Vss befriedigt ist, und einer der 
zwei GafiB-ElektrodBn des n-Kanal-TFT, der nahe dem p- SO 
Kanal-TFT liegt, mit d^ Veisorgungsspannung Vddl ver- 
bunden ist, und die andeie Gate-Elektiode mit dem Ein- 
gangsanschluB verbunden ist Das obige Ziel der voriiegen- 
den "BrfinHiing wild duich doi oben sldzzieiten lVd.ber- 
schaltkzeis eirdcht ^ 

Der Trdberschaltkreis kami einen Fegelwandler und ei- 
nen Enveiter mi t dem CMOS-Schaltkreis enthalten. 

Der n-Kanal-TFT mit den zwei Gate-Eleklroden kann auf 
derselben HaThI eiterschicht gebildet weidenu 

Der p-Kanal-TFT kann zwei Gate-EIeklroden enthalten. fio 

Das Anzeigcmedium kann Rtissigkristaile enthaUen. 

Das Anzeigemedium kann anti-^roelektriscfae FLiissig- 
kristalle enth^tui. 

Nach einem andeien Aspekt der vorliegendoi Erfindung 
wird ein Ticiberschaltkreis fUr cine Anzcigevoirichnmg « 
vorgesehen, die oithalt 

zwei Veisorgungsspannungen Vdd und Vss; und 

eine Vielzahi von CMOS-Schaltkreisen, die auf eioem iso- 



lieienden Substrat gebildet wezdeo, von denen jeder der 
Vielzahi von CMOS-Schaltkreisen aithalt ei£»Q Ausgangs- 
anschluB; dnen EingangsanschluB; mindestens einen p-Ka- 
nal-Anzeichenmgs-TFT, der zwischen die Veiscxgungsspan- 
ratng Vdd und den AusgangsanschluB geschaltet ist; einen 
n-Kanal-Anreicherungs-'ITT von dem mindestens eine der 
Source- und Draix>-Elektioden mit der Versozgungsspan- 
nung Vss veri>undcn ist; und einen o-Kanal-V^tannungs- 
TFT, der zwischen die andeie der Source- und Drain-ELek- 
troden des n-Kanal- Ani^herungs-TFT und den Ausgangs- 
anschluB geschaltet ist, 

wobei die Beziehung Vcrsorgtmgsspannung Vdd > Vcrsw- 
gungsspannung Vss be&iedigt ist, und ^e Gate-Elektrode 
des n-Kanal-Verarmungs-TFT mit einem Knoten zwischen 
dem n-Kanal- Verarmungs-TFT und dem n-Kanal-Anreicbe- 
rungs-TFT veibundcn ist 

Der Treiberschaitkreis kann einen I^gelwandler und ei- 
nen Inverter mit dem CMOS-Schallkreis en&alten. 

Der n-Kanal-Anreichenmgs-TFr und der n-Kanal- Verar- 
mungs-TFF kdnnen auf derselben Halbleitczschicht gebildet 
werden. 

Der Treiberschaltkreis kann ferner einen p-Kanal-Anrei- 
cherungs-TFT zwischen dem p-Kanal-Anreichenmgs-TFT 
und d^ AusgangsanschluB enthal!^ 

Mach einem noch andeien Aspekt der voriiegenden Erfin- 
dung wird eine Anzeigevoirichtung voigesehen, die enthalt: 
ein isolierendes Substrat; 

cine Vielzahi von Pixcl-TFT, die auf dem isolieienden Sub- 
strat gebildet sind; 

Treiberschaltkreis zum IVeiben der A^elzahl von Pi- 
xel-TFTi und 

eine Flussi^mstallschicht, deren optisches Antwortverhal- 
ten durch die Vielzahi der Pixel-TFT gesteuert wird, 
wobei der TteTbttschaltkreis enthalt: zwei Versorgungs- 
spannungen Vdd und Vss; und eine Vielzahi von CMOS- 
Schaltkreisen, die auf dem isoliemxden Substrat gebildet 
sind, von denen jeder der Vielzahi von CMOS-Schaltkreisen 
enthalt: einen AusgangsanschluB; einen MngangsanschluB; 
mindestens einen p-Kanal-Anrdcherungs-TFT, der zwi- 
schen die Versorgungsspannung Vdd und den Ausgangsan- 
schluB- gesdialt^. ist; -und einen n-Kanal- Anreicherungs- 
TFT von dem mindestezis eane der Source^ und Drain-!Hek- 
trodai mit der Versorgungsspannung Vss verbunden ist; und 
einen n-Kanal- Verarmungs-TFT, der zwiscl^n die andeie 
der Source- und Drain-Elektioden des n-Kanal-Anreiche- 
rungs-TPT und den AusgangsanschluB gesdialtet ist, 
wobei die Beziehung Versorgungsspannung Vdd > Versor- 
gungsspannung Vss befriedigt ist, und eine Gate-Elektrode 
des n-Kanal- Verarmungs-TFT mit einem Knoten zwischen 
dem n-Kanal- Veraimungs-TFT und dem n-Kanal-Anreicfae'- 
rungs-TFT veibunden ist 

Der Treiberschaltkreis kann einen Fegelwandler und ei- 
nen Inverter mit dem CMOS-Schaltkreis enthalten. 

Der mindesten eine n-Kanal-Anreicherungs-TFT und der 
n-Kanal-^rammngs-TFT kann auf derselben Halbleiter- 
schicht gebildet weiden. 

Der Traberschaltkieis kann temct einen p-Kanal-Amet- 
cherungs-TFT zwischen dem p-Kanal-Anreicherungs-TFT 
und dem AusgangsanschluB endialten. 

Nach einem wiederum anderen Aspekt der VOTliegoiden 
Erfindung wird ein IVeiberschaltkieis fiir eine AnzeigevOT- 
richtung vorgeseheo, der enthalt: 
diel VersQigungsspannungen Vddl, Vdd2 und Vss; 
einen Treiberabschnitt mit niedriger Versoigungsspannung; 
und 

einen TMberabschnitt mit hoher ^fersorgungsspannung, 
wobei die Beziehung Versoigungsspannung Vdd2 > Veisor- 
gungsspannung Vddl > Versorgungsspannung Vss beMe- 
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digt ist; 

wobei dcr Heiberabschmtt mil bohcx Ve£S<»gung5spannung 
enthait: eine ^elzatal von CMOS-^haltkreisai, die auf ei- 
aem isoUeroideii Substrat gebildet sind, von dmrai jeder der 
Vielzahl von CMOS-Schaltkteisen enthait: einen Ausgangs- 
anschlufi; aossa Eingangsanschlufi; mindestotis einen p-Ka* 
nal-TFT, do^ zwischen die Vnsorgungsspannung Vdd2 und 
den Ausgangsanscbliifi geschaltet ist; und einen o-Kanal- 
TFT mit zwei Gate-Elektroden, der zwischen den Aus- 
gangsanschlufi und die Vexsoigungsspannung Vss geschal- 
tet ist; und 

wobei eine der zwei Gate-Elektrodoi des n-Kanal-TFT, die 
nahe dem p-Kanal-TFT liegt, mit der Versorgungsspannung 
Vddl verbunden ist, und die andere Gate^Hektrode mit dem 
£ingang5ans(±tlufi verbunden ist, und die Versorgungsspan- 
nung Vddi als Versotgungsspannung dem 'D^iberabschnitt 
mit niednger Versoigungsspannung zugefiihrt wird. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Fig. lA und 13 sind schematischeDarstellungen, die eine 
konv^iticHielle Aktivmatrixflussigkristallanzeigevar- 
licfatungCT zeigen; 

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung, die Qincn gatesi> 
gnalleitungsseitigCT TVeiberschaltkreis in der konventionel- 
len Aktivmatrixfliissigkristallanzeigevoirichtungen zeigt; 

Fig. 3A und 3B sind Scfaaltkreisdiagramme, die einen 
konventionell^ Pegelwandier und Inverter der letzten Stufe 
zeigen; 

Fig, 4 ist ein Diagramm, das die SlmulatioDseigebnisse 
bei ciner Verandening der Spannung in dem konventioncl- 
len Inverter der letzten Stufe zeigt; 

Fig, 5 ist ein Diagratnm, das eine Ausgangswellenform 
des kcHiventioneUen Inveiters der Letzten Stufe zeigt; 

Fig. 6 ist ein schematiscbes Diagramm, das einen gate-si- 
gnalseitigen Iteibecschaltkreis in einw AkdvmatrixfiLussig- 
kri^alLanzeigevcniichtungen nach einer ersten Ausfiih- 
rungsform zeigt; 

Fig.'7A und 7B sind Schaitkxeisdiagramme, die einen Pe- 
gelwandier und einen Inverter der letzten Stufe nach der er- 
sten Ausfuhiungsforra zeigen; 

Fig. 8 ist ein Zeitablaufdiagianim, das den Betrieb eines 
Schiebeiegisiers. des Pegelwandlers und des Inverters der 
letzten Stufe nach der ersten Ausfiihrungsform zeigt; 

Fig. 9 ist ein Diagramm, das die SimulationseigebnissB 
b^ einer Veranderung der Spannung m dem Inverter der 
letzten Stufe nach der eisten Ausfuhnmgsfonn zeigt; 

F^ 10 ist ein Diagramnu das eine Ausgangswellenform 
in dem Inverter nach der ersten Ausfuhrungsfbrm zeigt; 

Fig, llA und IIB sind Schaltkr^sdiagramme, die einen 
Pegelwandier und einen Inverter der letzten Stufe nach der 
zweiten Ausfiihrungsform zeigt; 

Fig. 12A bis 12D sind Diagramme, die ^en PtozeB der 
Heistellung einer FUissi^cristaUanzeigevonichtung nach 
der dritten Ausfuhrungsform zeigen; 

Fig. 13A bis 13D sind Diagramme, die einen PtozeB der 
Herstellung einer FlOssigkristallanzeigevoirichtung nach 
der dritten Ausfiifarungsform zeigen; 

Fig, I4A bis 14C sind Diagrarmne, die einen IVozefi der 
Herstellung einer RussigkristaUanzeigevorrichtung nach 
der dritten Ausfuhrungsform zeigen; 

Fig. 15 ist eine Schnittdarstellung, die eine Fltissigkri- 
staUanzeigevonichtung nach der dritten Ausfuhrungsform 
zeigt; 

Fig. 16 ist eine perspekdviscfae Darstellung, die ein Ak- 
tivmatiixsubstrat in einer HiissigkristalLanzeigevorrichtung 
txach der drittra Ausfuhrungsform zeigt; 

Fig. 17A und 17B sind Schaltkreisdiagramme, die einen 



Pegelwandier und einen Inverter der letzten Stufe nach der 
vierten-AusfUhnmgsform zeigen; 

Fig. 18 ist ein Stnikturdiagramm, das einen Prqjektor 
vom Drei-Platten-Typ mit der Flussigkristallanzeigevocricb- 
S tung nach der funften Ausffihnmgaform zeigt; 

Fig, 19 ist mi Strutcturdiagramni, das einen Ptajektcx- 
vom Hn-Platten-l^ mit der Russigkrisrall anzeigevCTiicb- 
tung nad} der sechsten Ausfuhrungsform zdgt; 

Fig. 20A und 2QB sind Strukturdiagramme, die ^en 
LO Riickpiojektar mit der FlQssigkristallanzeigevorrichtung 
nach der siebten Ausfuhrungsform zeigen; und 

F^. 21 ist ein Struktuidiagramm, das einen Frontprojek- 
tor mit der Russigkristallanzeigevorrichtung nach der acb- 
ten Ausfuhrrangsform zeigt 

t5 

DetaiUierte Beschreibung der bevorzugten AusfQhrungsfor- 



Eine FlussigkrlstaUanzeigevorrichtung nach der vorlie- 
20 genden Erfindung enthait einen Treiberabschnia iiiedhger 
Versoigungsspannung in einem Treibexscbaltkreis auf seiner 
Gate-Signalseite. Nach der vorliegenden Erfindung kann 
verwirklicht wcrden, daB die Spannungsfesdgkeit eines 
Schaltkreises in dem IVeiberabschnitt hoher Versoigungs- 
25 spannung erfaoht wird. 

(Erste Ausfiihrungsform] 

In dieser Ausfuhrungsform wird ein TVeiberschaltkreis, 
30 der eine hohere Spannimgsfestigkeit verwirklichen kann, 
auf der Gate-Signadseite auf der Basis von Simulationser- 
gebnissen beschrieben. 

Fig. 6 zeigt ein Beispiel eines gate-signalseitigen Tbeiber- 
a^haltkieises (Treiber) in einer Fliissigkristallanzeigevor- 
35 richtung, welchc die Zufiahrung einer hohcn Spannung an 
die Gate-Signalleitung erfordert Bezugszeictoi 601 be- 
zeichnet einen Schieberegisterschaltkreis (SK); Bezugszei- 
chen 602 bezeichnet einen Inverter; Bezugszeichen 603 be- 
zeichnet einen Pegelwandier (LS) und Bezugszeichen 604 
40 bezeichnet einen Invertca: der letzten S nife. Der Inverter 604 
der letzten Stufe ist mit einer koirespondierenden Gate>-Si- 
gnaUeitung verbunden. In dieser Stniktur wird je nach gele^ 
gentlichCT Anforderung ein analoger Pufferschaltkrcis, ein 
analoger Schalterschaltkreis oder andere Schaltkreise ver- 
4S wendet Auch wird in dieser Ausfuhrungsform, obwohl der 
Schieberegisterschaltkreis zur Vereinfachung der Beschrei- 
bung aus nur drei Flipflopschaltkreisen aufgebaut ist, die 
Anzahl der Flopflopschaltkieise entsprechend der Anzahl 
der Pixel ver^ndert Femer werden in dem Ibeiberschalt- 
SO kreis dieser AusfUhrungsform drei ^^rsorgungsspannungen 
Vddl, Vdd2 und GND (Vdd2 > Vddl > GND) vcrweodet 
Die Versorgungsspannung Vddl wird als eine Versorgungs- 
spannung fur die Schaltkreise vom Schieberegister 601 bis 
zum Inverter 602 verwendet Dieser Absclinitt wird "Tnei- 
ss berabschnitt niedriger Versorgungsspannung" genannt. Die 
Versorgungsspannung Vdd2 wird als Veisocgungsspannung 
fUr die SchaUkieise vom Pegelwandier 603 bis zum Inverter 
604 der letzten Stufe verwendet. Dieser Abschnitt wizd 
"Iteiberabschnitt hoher Versorgungsspannung" genannt. 
fio Der Sdiieberegisterschaltkreis 601 besteht aus einer \^el- 
zahl von Flipflopsdialtkreisen. Das Signal "SP", das in das 
Schieberegister 601 eingegeben wird, bezeichnet einen 
Startimpuls, und nach Eingabe dieses Startimpulssignals be- 
ginnt das Schieberegister mit einem vorbesdnomten Zeitab- 
65 lauf zu arbeiten. Auch das Signal 'CLK", das in das Schie- 
beregister 601 eingegeben wird, bezeichnet einen l^^>u]s, 
und ein vorbestunmter l^ktpuls wird in das Schieberegister 
eingegeben. Das Schieberegister hat die Rinktion, ein Si- 
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gnal cias den Betiiebsablaiif besdmmt, fur einen mit der 
Gat^-Signalleitung kozrespondieiendeii Scbaltkreis bereit- 
zustelleo. 

Ein Signal vom Schieberegister 601 wild an den Inverter 
602 aiisgegebeo. Der Invefter 4502 inveitiert das eingege- 5 
bcDi& Signal, um es an den Pegelwandler 603 aus zugeben. 

Der Fegelwandler 603 hat zwd Eingange Vin und Vmb^ 
und in dies^ AusfOhzungsfoxoi wird das Signal von dem 
ScfaieberBgisterscfaallkreis 601 an Vin eingegeben, und sein 
inveitiertes Signal wild an Vinb eingegeben. 10 

Ein Eingangssignai des Pegelwandleis 603 dmchlauft den 
Pegelwandlei, um dadurch in der Spannung anzusteigen, 
und wild Hann an den Inverter 604 der letzten Stufe an die 
Calebs ignalleitung ausgegeben. 

Fig. 7A und 7B zeigen einen Tteibcrsdiallkrcis auf der is 
Hochspannungsseite der Gate-Signalleitungsseite. Fig. 7 A 
zeigt einen Scbaltkreis des I^gelwandlers 603, und Fig. 7B 
zeigt einen Scbaltkreis des Inverters 604 der letzten Stufe, 
der mit der Gate-Signalleitung verbunden isL In Fig. 7 A und 
7B sind die jeweiligeo TFT durch die Zeichen Trl bis Trl 1 20 
bezeicbnet 

In dieser Ausfuhrungsform wird eine Beschreibung nur 
eines Pegelwandlcrst^altkreises und Inverters der letzten 
Stufe gegebcn. Je nach gelcgcntiicher AnfOTdening werden 
ein Schieberegisterschaltkreis, ein analoger Puffbrschalt- 25 
kreis, u.s.w. fiir den gate-signalseitigen TVeiber verwendet 

Mit Bezug auf F^ 7A bestdit der Pegclwandler 603 die- 
ser Ausfuhrungsform aus acht Anreicherungs-TFX an die 
eine Versorgungsspannung Vdd2 (Hochspannungsstromver- 
sorgung) gefuhrt wird, Aach werden zwei n-Kanal-TFT TV3 30 
und Trw des Pegelwandlcrs 603 mit ciner Vorspannung 
Vddl (NicdcrspaimungsstiDmversoigung) versorgt, die eine 
von der obigen Versorgungsspannung unterschiedliche Ver- 
sorgungsspannung isL Femer sind Tt4 und IVS mit GND 
(Bezugspotential) verbunden. In dieser Ausfuhrungsform ist 35 
Vddl = 10 V und Vdd2 = 16 V. 

Ein von dem Schieberegisterschaltkreis 601 an einen Ein- 
gangsanschlufi Vin des Pegelwandlers 603 eingegebenes 
Eingabesignal ist derart, daB bei Eingabc eines Signals Hi 
(hohcr Pegel) an Vin des Pegelwandlers 603 das invertierte 40 
Signal Lo an Vinb eingegeben wird. Wenn das Signal IG an 
Vin des Plegelwandlers 603 eingegeben wird, wird ein Si- 
gnal Lo von dem mit dem Signalausgangsende verbundenen 
AusgangsanschluB \^ut ausgegeben. Wenn ebenfalls das Si- 
gnal Lo an Vin des Pegelwandlers 603 eingegeben wird, 45 
wird ein Signal Hi, dessen Spannungspegel auf 16 V gewan- 
delt ist, vom Ausgang \^ut ausgegeben. Mit andeien Wor- 
ten: im Pegelwandler 603 wild der PegeL des an Vin einge- 
gebenen Signals inveitiert, auf ein hohes Poteodal angeho- 
ben und dann zum Inverter 604 der letzten Stufe ausgege^ 50 
bea. 

Fig. 7B zeigt einen Scbaltkreis des Inverters 604 der letz- 
ten Stufe, der mit der Gate-Signalleitung veibundrai ist Der 
Inverter 604 besteht aus einem CMOS -Scba ltkreis mit ei- 
Dem Hn-Gate-p-Kanal'Anieicherungs-TPT 1^ und den S5 
Doppel-Gate-n-Kanal-Anrcichcrungs-TFT TWO und Trll. 
D.h., IVIO und Trll werden durch Bikiuog von zwei Gate- 
Elektioden auf derselben akdven Halbleiterschicbt struktu- 
riert. Die Versorgungsspannung Vdd2 (Hochspannungs^ 
stiomversoigung) wicd auch dem Inverter 604 zugefuhrt, 60 
und der n-Kanal-TFT IHO wird mit eiuCT \ferspannung 
Vddl (Niedersparmungsstromversorgung) veisorgt, die eine 
von der obigen Versorgungsspannung unterschiedliche >fer- 
soigungsspannung ist. Femer ist Trl2 mit GND verbimdcn. 
In dieser Ausfuhrungsform ist Vddl = 10 V und Vdd2 = 16 65 
V, wie bei dem oben beschriebenen Pegelwandler. 

Das Ausgabesignal Vout von dem in Fig, 7A gezeigten 
Pegelwandler 603 wird an den Eingangsanschlu6 Vin des in 



Fig. 7B gezeigten Inverterschaltkreises eingegeben, und 
seia invertiertes Signal wird von dem mit dem Signalausga- 
beende vetbundetten AusgangsanschluB Vout ausgegeben, 
und dann an die Gat&-Signalldtung ausgegeboi. 

Nun wird der Bettieb des Scbieboregisters 601, des Inver- 
ters 602, des Pegelwandlers 603 und des Inverters 604 der 
Isuten Stufe mit Bezug auf ein in Fig. 8 gezdgtes Zeitab- 
laufdiagramm beschrieboi. 

£s wild angenommeo, daB die von dem Schieberegister- 
schaltkrras 601 ausgegebenea Signale aO bis a2 sind, die von 
dem Inverter 602 ausgegebenea Signale bO bis b2 sind, die 
von dem Pegelwandlo' 603 ausgegebenen Signale cO bis c2 
sind und die von dem Inverter 604 der letzten Stufe an kor- 
respoodierende Signalleitungen ausgegebenen Signale dO 
bisd2 sind 

Das von dem Schieberegisterschaltkreis 601 ausgegebene 
Signal aO wird in zwei Signale verzweigt, deren eir^s an Vin 
des Pegelwandlers 603 eingegeben wird, und deren anderes 
durch den Inverter 602 invertiert wird (bO) und dann an Vinb 
des Pegelwandlers 603 eingegeben wird, Danach wird das 
Signal cO, dessen Pegel auf ein bohes Potential angehoben 
wurde, vom Pegelwandler 603 ausgegeben. Dann wird das 
Ausgabesignal cO in den Inverter 604 der letzten Stufe ein- 
gegeben, und sein invertiertes Signal dO wird an korrespon- 
dierende Gate^SignaUeitungen ausgegeben. Daher ist der 
Pegelwandler 603 so entworfMi, daB er ein negatives Signal 
zu einem Zeitpimkt ausgibt, wenn das Signal der Gatc-Si- 
gnallciiung zugcfiihrt wird 

Das yoQ der Gate-SignaUeitung ausgegebene Signal und 
das von der Source-Signalleitung ubergebene Signal (nicht 
gczeigt) crmdglichen es, daB der Pixcl-TFT geschaltei wird, 
und dadurch wird ermdglicht, daB ein Pixel leuchtet oder 
ausgescbaltet ist 

Fig. 9 zeigt die Simulationsergebnisse bei einer Span- 
nungsanderung im Inverter nach dieser Ausfuhrungsform. 
In Fig. 9 bezeichnet das Zeichen O die Versorgungsspan- 
nung Vdd2 (=16 V), das Zeichen A bezeichnet ein Ein- 
gangssignai Vin, das Zeichen V bezeichnet ein Ausgangssi- 
gnal A^yund das Zeichen □ bezeichnet eine Spannung Vx 
zwischen der Source- und der Drain-Elcktrode von zwd o- 
Kanal-TFT, wie in Fig. 7B gezeigt. In Fig. 9 bezeichnet die 
Ordinalenachse die Spannungswerte von Vdd2, Afeut und 
Vx, und die Abszissenachse bezeichnet den Spannungsweit 
Vm. 

Nach Studium der Simulationsergebnisse ist zu erkennen 
dafi die Spannung Vx zwischen der Source- und der Drain- 
Elektrode der zwei n-Kanal-TFT TVlO und Trll ungefahr 
die I^lfte des Ausgabewertes \^ beiragt, unabhangig vom 
Eingangswert Vin. Mit anderen l^ftxten: es ist zu erkennen, 
dafi eine Spannung im wesendichen gleichmaBig auf jene 
zwei n-Kanal-TFT TVlO und It 11 gefuhrt wird. Dcshalb 
liegt selbst in dem Fall, daB die Versorgungsspannupg rela- 
tiv hocb bis 16 V ist, eine Belastung im wesendicben gleich- 
maBig auf jenen zwei n-Kanal-TFT TVlO und Trll, und es 
gibt keinen Fall, bei dem eine bc^e Belastung auf nur einem 
dex zwei TFT liegt 

Fig. 10 zeigt eine Wellenfoim am Ausgang Vout vom In- 
verter 604 der letzten Stufe an die Gate-SignaJleLtung nach 
dieser Ausfuhrungsform. In Fig. 10 bezeichnet das Zeichen 
O die Ausgabe \buu und das Zeichen □ bezeichnet die 
Eingabe Vin. In Fig. 10 bezeichnet die Ordinatenachse eine 
Spannung (V), und die Abszissenachse bezeichnet eine Zelt 
(MS). 

Im Vergleich zu der in Fig. 5 gezeigten Ausgangswellen- 
fbim vom Inverter der letzten Stufe an die Gate-Signallei- 
tung gibt es in Fig. 10 eine Ibndenz, daB der Abfoll der Aus- 
gabe vom Inverter dieser Ausfuhrungsform geringfugig spa- 
ter kommt. £s wird angenommen, daB dies so ist, weil die 
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Gale-Spannuag vod dem in 7B gezeigten TtlO begrenzt 
isL Jedoch wird erwartet, daB dies durch Opdmieiung der 
GioBe des IFF otme iig^dwelche Probleme gelost wecdea 

Auch werden die SimulaliGiis^ebnisse des Pegdwand- S 
leis ID dieser Ausfuhrungsfortn nicht besCTders bescfarie- 
ben. Jedoch ist es unnodg zu erwahnen, daB deiselbe Efifekt 
wie der von dem Inveiter 604 der letzten Stufe nach dieser 
Ausfuhrungsfonn erhalten wurde, da die V^srspannung 
Vddl den zwei n-Kanal-TFT TV3 und TVw zugefiihirt winL 10 

Nacb dex obigen Sichtweise ist es mit Versvendung des 
Pegclwandlers 603 und des Inveiteis 604 der letzten Stufe 
nach dieser Ausfiibningsform tnogUch gemacht woiden, die 
SpannungsresKve do- TFT zu vergroBem, die den Pfegel- 
wandler 603 und den In vertex 604 der letzten Stufe ausma- is 
chen. Daher kann selbst in dem Fall, in dem die Anwendung 
einer hohrai Spannung fur das Tieiben der Gate-Signallei- 
tung erforderiich ist, eine Veranderung im Verlauf der Zeit 
dcratt, daB die Schwellwertspannung des TFT, u.s.w. wegen 
der "heiBen TYager" schwankt, verhindert werden. Folglich 20 
Icann ein Linienfehler aufgrund eines Fehlers der Gaie-Si- 
gnalleitung u.s.w. verhindert wraden, und dadurch kann die 
Verschlechieiung der Anzcigequaiitat verhindert werden. 

In dieser Ausfiihrungsform wild eine ^^elzalll von Inver- 
tem Oder Puffem weiter zwischen dem Pegelwandler 603 25 
und dem Inverter 604 der letzten Stufe binzugefiigt werden. 
In diesem Fall wird eine Vorspannung einem der n-Kanal- 
TFT in dem CMOS-Schaidoreis zugefuhrt. der die hinzuge- 
fugten Inveiter oder - Puffer bildet, wie in dem Inverter 604 
der letzten Stufe nach dieser Ausfuhnmgsfonn. 30 

Selbsi wenn eine hohe Spannung ftJr das Ticiben der Gar 
tesignalieitung iK>twendig ist, wird auch der TieiberBchall- 
kreis nach dieser Ausfiihrungsform in einen mit niedriger 
Spannung betriebenen Schaltkreis und einen mit hoher 
Spannung betriebenen Schaltkreis aufgcteilt, und da es un- ^ 
Qdtig ist, alle Schaitkreise mit hoher Spannung zu betreiben, 
kann der Leistungsverbrauch leduziert werden. 



[Zweite AusfOhiungsform] 



40 



Diese Ausfuhrungsform zeigt ein Beispiel eines Schalt- 
kreises, der ^nen Fbgelwandler und einen Inverter der letz- 
ten Stufe in einem mit h<^er Spannung versoigtea lYeiber- 
abschnitt eines gatcsignalleitungsseitigen Iteibers bildeL 

Mit Bezug auf Fig. IIA und IIB zeigt F^. II A einen 4S 
Schaltkrds des Pegelwandleis und des Invrateis der letzten 
Stufe, die aus zwolf TFT TVl bis Trl2 gcbildet wmlen. 

In Fig. IIA bezeichnen die Bezugszeichra 1101 bis 1106 
Halbleiterschichten, die die AnieichBrungs-TFr Ttl bis 
Trl2 bilden. 50 

Oas Bezugszeichen 1107 bezeichnet eine qste Veidrah- 
tungsscfaicht, die als die Gat&-Elektroden der TFT odcr als 
Verdrahtung fur die Ausgabe benutzt wird* Auch bezeichnet 
das Bezugszeichen 1108 eine zweite Verdrahtungsschicht, 
die die Eingangsanschlusse Vin und Vlnb und die Stromver- SS 
soigungsanschlusse (Vddl, Vdd2 und Vss) mit den TFT , 
verbindet Auch bezeichnen in dieser Zeichnung schwaiz 
gezeichneten Abschnitte, wie durch das Bezugszeichen 
1109 bezeichnet, dafi jene Abscfanitte mit Verdrahtungen 
Oder den Halbleiterschichten unter jenen Abschnittea ver- 60 
bunden sind. Der AusgangsanscfaluB >ft>ut ist mit der Gate- 
Signalleitung verbunden. 

In dieser Ausfuhrungsform sind Kanailange (L) und Ka- 
nalbreite (W) von Ttl bis 1^12 entworfen wie unten daige- 
stellt. 65 



Trl, Tr2, Tr5, Tr6: 
Tr3, Tr4, Tr7, TrS: 
Tr9, TrlO: 
Trll, Trl2: 



1/ s 4 ijn, 

L » 4 pm, 

I. => 4 ym, 

L » 4 \m, 



V ^ 60 ym 

R s 40 pan 

w » 120 im 

9 s 80 pDl 



Fig. IIB zeigt einen zu Fig. IIA gleichwerdgen Schalt- 
kreis. 

In dieser Ausfuhrungsform werden Vddl, Vdd2 und Vss 
als Versorgungsspannung benutzt, und Vdd2— Vss = 16 V, 
Vddl-Vss = 10 V. 

In dem Pegelwandler dieser Ausfuhrungsform wird ein 
Signal an zwei Eingange Vin und Vinb eingegeben. Der Pe- 
gd.wandler die^r Ausfuhrungsform wurde auf eine solche 
Weise entworfCT, daB Lo an den Inverter der letzten Stufe 
ausgegeben wird, wenn Vin Hi ist, und Hi an den Inverter 
der letzten Stufe ausgegeben wild, wenn Vin Lo ist 

In dem in dieser Ausfuhrungsform so stiukturierten IVei- 
berschaltkreis fur die Gate-SignaUeitung wird eine Nforspan- 
nung dem n-Kanal-TFT zugefuhrt, der nahe dem p-Kanal- 
TFT in dem CMOS-Schaltkieis des Inverters der letzten 
Stufe hegt, der mit dem Pegelwandla: und der Gate-Signal- 
leitung verbundeo isL Wie in der ersten Ausfuhrungsform 
beschrieben, kann daher die Spannungsicscrve der TFT, die 
die Pegelwandler und Inverter der letzten Stufe bilden, ver- 
groBert werden. 

Selbst werm es notwendig ist, eine hohe Spannung zum 
Trciben der Gate-Signalleitung anzulegen, kann auch bei 
Ablauf einer Zeit derait, daB die Schwellwertspannung des 
TFT, u.s.w. wegen "heiSer Trager" schwankt, eine Verande- 
rung verhindert werden. Folglidi kann ein Linienfehler we- 
gen eines Gate-Signalleitungsfchlers verhindert werden, 
und dadurch ist es moglich, eine Verschlecfaterung der An- 
zeigequalitat zu verhindem. 

[Dritte AusfGhrungsform] 

In dieser Ausfuhrungsform wird eine Beschieibung eines 
Herstellungsprozesses fiir FlussigkristaUanzeigevonichtun- 
gen tmi einem in der ersten oder zweiten AusfOhruagsfoim 
verwendeten Treiberschaltkreis gegeben. 

In dieser Ausfuhrungsform wird in Fig. 12A bis 16 ein 
Beispiel gegeben, bei dem ein Vielzahl von TFT auf einem 
Substrat mit einer Lsolicrendm Oberflache gebildet werden, 
und ein penpheier Schaltkreis mit einem IVeiberschaltkreis 
und einem Pixelmatrixschaltkreis wexden monolithisch 
strukturieit In dieser Ausfuhruxigsfbim wild der periphere 
Schaltkreis, wie etwa der Ticiberschaltkreis und dex Lpgik- 
schaltkieis, durch einen CMOS-Schaltkreis beispielfaaft dar- 
gestellt, welcher ein Basisschaldaeis ist In dieser Ausfuh- 
rungsform wird ein PtozeB zur Heistellung eines CMOS- 
Schaitkreisen beschrieben, in dem ein p-Kanaltyp bzw. ein 
n-Kanaityp eine Gate-Elektrode haben, aber ein CMOS- 
Schaltioeis mit einer Vielzahl von Gate-Elektroden wie bei 
dem Doppel-Gate-iyp, kann auch heigestellt werden. 

Das Bezugszeicfaea 1202 bezeichnet einen amorphea Si- 
liziumfilm, der so eingesteUt ist, daB seine endgultige Dicke 
(die Dicke unter Beachtung einer Reduktion des Films nach 
thermischer Oxidation) zwischen 10 und 75 nm (vorzugs- 
weise zwischen 15 und 45 nm) liegt Es ist wichdg, die Kon- 
zentration von Veninreinigungai in dem Him bei der Him- 
bildung zu behexrschen. 

Im Fall dieser Ausfuhrungsform werdra die Konzentra- 
tioncn von C (Kohlenstoff). NCStickstoff). O(Sauerstoa) 
und S(Schwefel), die typische Verunreinigungen im amor- 
phen Siliziumfilm sind, so beherrscht, dafi sie aUe kleiner als 
5 X 10^* A tome/cm^ (vorzugsweise 1 x 10^* Atome/cm^ 
odcr weniger) betragen. Falls die jeweiligen Verunretnigun- 
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gen mit einer hobeioi Koozentration als in den obigen Be- 
reichea vorkommeo, wird dcr Film duich die ^^lunreini- 
gungen zum Zeitpunkt dcr KristallisaiiOT nachtdlig betrof- 
feii» was dadutdi zu einer Veischlechtening der Hlmqualitat 
aach Eristallisadon flihrt. S 

Die SoDzentiatico von WasseistDff in dem amorpfaea Si- 
liziumfilm 1202 ist ebeofalls ein sehr wichtiger Faktoi; und 
es scheint, daS ein Him in der Kdstallini^ hervocragend ist, 
wenn der Tnhalt vod Wasserstoff auf einen medngeiea Wert 
gedruckt win! Aus diesem Grund ist vorzuziehea, daB die lO 
Ausbildung des amorpbCT Siliziumfiims 1202 dutch das 
r^icderdiuck-CVD-Vcrfahren gemacht wird. Das Plasma- 
CVD- Verfahrra W-ann zur Optimiemng der FUmbildungsbe- 
dingiingen veiwendet weiden. 

Dann wiid ein Prozefi zur Kristailisierung des amorpben i5 
Siliziumfilm 1202 durchgefuhrt Eine in der japaniscben un- 
gepriifteo Patentvwoffentlichung Nr. 7-130652 offengelegte 
Technik wird als Kristallisierungseinrichtung verwendet 
Obgleich jede Einri(±tuDg in der Ausfuhrungsform 1 und 
der Ausfiihningsform 2 der obigen Vferoffentlidiung benuizt 20 
weiden kann, ist voizuzieheix, die in der Ausfuhrungsform 2 
jener Veioffentlichung offengelegte Ibchmk in dieser Aus- 
fuhrungsform zu benutzen (die Details sind in der japani- 
scben ungepiiif^ Patentveroffentlichung Nr. 8-7B329 of- 
fengelegt). 25 

Die in der japaniscben ungepruften Patentveroffentli- 
chung Nn 8-78329 offengelegte Technik bcsteht darin, daB 
ein maskenisolierender Film 1203 gebildet wird, d«: dnen 
Beieich mit hinzugefugten katalytischen Hlementen aus- 
wahlt Der maskenisolierKider Film 1203 hat Offtiungsab- 30 
schnitte an einer ^^e^zahl von Abschnitten fur das Hinzufu- 
gen von katalytischen Elemraten. Eine Posidon des Kri- 
staUbeieichs kann duzch die Position der Offbungsab- 
scbnitte bestinunt weiden. 

Dann wird eine Losung, die Nickel aJs katalydsche Ele- 35 
mente enthalt, welche die Kristailisation des amorphen Sili- 
ziumfitms fcktlert, auf die Oberflache duich das Schleuder- 
uberzugsveifahren aufgezogen, um eine Nickel enthaltende 
Schicht 1024 zu bilden. Als katalytische Elemente kann- 
Nickel ersctzt werden durch Kobali (Co), Eisen (Fe), Palla- 40 
dium (Pd), Platin (Pt), Kupfer (Cu), Gold (Au) u.s.w, (Fig, 
12A). 

Auch kann der ProzeB des Hinzuftigens der katalytischen 
Elemente durch das lonenimplantationsverfahrBn unter Be- 
nutzung einer Resistm^ke oder duich das Plasmadotie- 45 
rungsveif ahien durchgefuhrt werden. Da in diesem Fall eine 
Redukdon ein einem Bereich, der durch den hinzugefugcen 
Bereich belegt ist und eine Sceueiung in d^ Wachstums- 
stiecke im Beieich des seitUchen Wachstumsbeieichs er- 
leichtert wird, wird es eine wirksame Ibchnik, wenn ein ver- SO 
feinerter Schaltkieis strukturim wird. Dann wild nach Ab- 
schluB des Prozesses zum Hinzufugen der katalytischen Ele- 
mente und nachdem Wasserstofif bei fur etwa eine 
Stunde besdtigt wurde, eine Hitzebehandlung bei einer 
Temperatur von 500'*C bis 700"C (typisch 550°C bis 650°C) S5 
in einer inaktiven Atmosphare, einer Wasserstoffadno- 
sphare oder einer SaueistoffatmosphSre fUr 4 bis 24 Stunden 
durchgefuhrt, um den amorphen Siliziumfilm 1002 zu kri- 
staUisieien. In dieser Ausfuhiungsfozm wird die Hitzebe- 
handlung in einer Stickstoffatmosfrf^te bei 570% ftir 60 
14 Stunden durchgefuhrt 

In diesem Zustand schieitet die KristaUisierung des amor- 
phen SiliaumGims 1202 voizugswease von einem in den 
Gebieten 1205 und 1206 erzeugten Kristallisationskeni vo- 
ran, in draien Nickel hinzugefUgt wurde, um Kristallgcbiete 6S 
1207 und 1208 zu bilden, die im wesentlicfa^ parallel zur 
Substratoberf!^he des Substiats 1201 wachsen. Diese Kri- 
stallgebiete werden "Gebiete seitUchen Wachsmms" ge-. 



nannt, Weil dieeinzekten KristaUe in einem Zustand gesam- 
melt werdoi, in dem sie relativ gleichformig in dem Gebiet 
seitlichen Wachsmms angeordnet sind, ist vorteilhaft, daB 
dffi Gebiet seitlichen Wachstums Mnsichtlich 6cr Kristalli- 
nitat heivocrag^ ist (Fig. 12B). 

Auf ahnliche Weise wird im Fall der Benutzung der in der 
Ausfuhrungsform 1 der obigen japaniscben uiigepruften Pa- 
tauvoofiTentlichung Nr. 7-1306S2 ein Gebiet gebildet, das 
mikrovisuell ein "Gebiet seitlichen Wachstums" genannt 
werden kann. Da jedoch die Btzeugung der Kdstallisations- 
keane auf der FUtehe oicfat gleichformig gemacht wird, ist 
die Steuerbarkdt d^ Komgrenzen nicht ausgezeichiKt 

Nachdem die Hitzebdiandlung zur Kristailisation abge- 
schlossen worden ist, wird der maskenisolierende Film 1203 
entfemt, um die Musterbildung durchzufuhren, und dadurch 
werden die inselahnliche Halbleiterschichten (aktive 
Schichten) 1209, 1210 und 1211 gebildet, die auf den (Jebie- 
ten seitlichen Wachstums 1207 und 1208 gebUdet werden 

(rig.i2C). 

Das Bezugszeichen 1209 bezeichnet eine aktive Schicht 
eines TFT von n-Tyrp, die den CMOS-Schaltkieis darstetlt; 
und 1211 ist eine aktive Schicht des TFT vom n-Typ (Pixel- 
TFT), die einen Pixelmalrixschallkreis darstelll. Nachdem 
die aktiven Schichten 1^9, 1210 und 1211 gebildet sind, 
wird ein gate-isolierender Film 1212 aus einem SUizium 
enthahenden isolierenden Film auf jenen aktiven Schichten 
gebildet. 

AnschUeBend wird eine Hitzebehandlung (ProzeB zur 
Getterung der katalytische Elemente) fiir das Entfemen 
oder Reduzieien der katalytischen Elemente (Nickel) durch- 
gefuhrt, wie in Ffe. 12D gezeigt 

Diese Hitzeb^andlung besteht darin, daB zugelassen 
wird, daB Halogeneleoiente in der ProzeBatmosphare ent- 
halten sind, um die Getlerungswiikung der Halogenele- 
mente auf die Metallelemcnte zu nutzen. 

Um die (jetterungswirkung der Halogenelemente in aus- 
reichendem MaBe zu erlangen, ist vorzuziehen, die Hitzeb&- 
handlung bei einra- Ifemperatur iiber 700'*C durchzufuhren. 
Wenn die Temperatur 700*C oder niedriger ist, wird der Zer- 
fall der Halogenverbindung in der ProzeBatmosphare 
schwierig, mit dem Eigebnis,~daB ein Risiko existiert, daB 
die GetterungswirkuDg nicht eneicht werden kann, 

Aus diesem Grund wird die Hitzebehandlung in dieser 
Ausfuhrungsform bei einer Temperatur iiber 700**C, vor- 
zugsweise 800°C bis lOOOX (typisch 950°C) durchgefuhrt, 
und die ProzeBdauer wird auf 0,1 bis 6 Stunden angesetzt, 
typisch 0,5 bis eine Stunde. 

Diese Ausfuhrungsform zeigt ein Beispiel, in dem eine 
ICtzebehandlung bei 950°C fur 30 Minuten in einer Atmo- 
sphare durchgefuhrt wird, die Chlorwasserstoff (HCl) in der 
Konzentration von 0,5 bis 10 VoLumen-% (3 Volunien-% in 
dieser Ausfuhrungsform) bezUgiich der Sauerstoffamu)- 
sphare enthalt Falls die Konzentradon von HCl hdher als 
(£e obige Konzentration angesetzt wird, ist solch eine Kon- 
zentration nicht vorzuziehen, da Ungleichmafiigkeiten auf 
der Oberflache der akdven Schichten 1209, 1210 und 1211 
zum Grad der Dicke auftteten. 

Obgleich ein Beispiel mit Benutzung eines HCl-Gases als 
eine Halogenelemente enthaltende Verbindung hierin be^ 
schrieben wurde, kann auch ein anderes Gas, eine Art oder 
mefarere Arten von Hementen, die von Halogene enthalten- 
den Verbindungen ausgewahlt werden, einschlieBlich Halo- 
gen wie etwa HF, NF3, HBr; Qj, OFj, BOj, F2, Brj oder 
ahnliche benutzt werden. 

In diesem ProzeB wird angenommen, dafi Nickel in den 
aktiven Schichten 1209, 1210 und 1211 durch die Umwand- 
lung von Chlox in fliichtiges Nickelchlorid gegettert wird, 
und daB Mckelcfalorid entfembar zur Atmos^Sre bin besei- 
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dgt wild. Nachdem dieser FtozeB dtuchgefuhit woxden ist, 
wird dann die Konzeairaiioii von Nickel in den akcivra 
Scbichteo 1209, 1210 und 1211 bis hinab zu 5 x 10^^ Ato- 
me/cm^ Oder weniger reduziexL 

Der "Wbit voo 5 x 10^^ Atome/cm^ ist eine unteie Greoze 
fur die EdceDDung von SIMS (Sekundarionea-Massenspek- 
troskopie) . Als dn Ergcbnis dcr Analyse der TFT-Beispicle 
durch deo gegenwirdgen £r&nder, wurde ein EiniluB von 
Nickel auf die TFT-Charakteristik nicht bestatigt, wenn die 
Konzentradon 1 x 10^* Atoms/cm? oder weniger (vorzugs- 
weise 5 x 10*^^ Atome/cm-* oder weniger) isL In dcr voriie- 
gciKten Spezifikation wird die KonzentraUon von N^nrei- 
□igungen durch den Minimal wart der gemessecen Ergeb- 
nisse der SIMS -Analyse definiral. 

Duicb die Hitzebehandlung schreitet dcr thermische Oxy- 
dationsprozeB an eincr Gxenze zwischen den aktiven 
Scbichteo 1209, 1210 und 1211 und dem gate-isolierenden 
Him 1212 voian, und die Dicke des gate-isolierenden Films 
1212 wachst so stark wie die Dicke des thcrmisch oxydie- 
rcnden Films. Wenn so der ibermisch oxydiercndc Film ge- 
bildet ist, Ig'^nn man ein^ HalbleiterAsoLierende Hbngrenze 
mil sehr geiingem Grenzniveau eifaalten. Auch gibt es einen 
Effda zur Verhinderung des Bildungsfeblers des thenni- 
schen Oxydationsfilms auf dem ^idabschnitt der aktiven 
Scbicht ("edge sinning"). 

Palls eine Hitzebehandlung in der Sdckstoffatmosphare 
bei 950°C fur etwa eine Stunde nach der obigcn Hitzebe- 
handlung in der Halogenatmosphare duichgefuhrt wild, 
wird femer die Qualitat des gate-isolierenden Films 1212 
wirksam verbesserL 

Duich die SIMS-Anaiyse ist besiadgt worden, daS die fOr 
den GetterungsprozeB benutzten Halogenelemente in den 
akdven Schichten 1209, 1210 und 1211 mit einer Konzen- 
tration von 1x10^^ Atome/cm-^ bis 1 x 10^ Atome/cm^ ver- 
bleiben. Audi wuide in dieser Situation durch die SIMS- 
Analyse bestaugt, daB die oben beschnebenCT Halogenele- 
mente mit einer bohen Konzentration zwischen den akdven 
Schichten 1209, 1210 und 1211 und dem tbeimischen Oxy- 
dadOTsfilm, der dutch die Hitzebehandlung gebildet wuide, 
verteilt sind. 

Auch wiude als EEgebnis der Durchfiihiung einer SIMS- 
Analyse an andeien Elementen bestatigt, daB die Konzentra.- 
tiooen von C (Kohlenstoff), N (Sdck5toff)i O (Sauostoff) 
und S (Schwefel), die typische Verunreinigungen darstellen* 
niedriger als 5 X lO" Atome/cm^ (typisch 1 x lO" Ato- 
mB/ctn?) sind. 

Dann wild ein MecaUfilm (nicht gezeigt), der hauptsach- 
lich Aluminium enth^ auf der Oberflacbe gebildet, urn die 
Oiiginale 1213, 1214 und 1215 der Gate-Elektioden zu bil- 
den, die spater durch Musteibildung ausgebildet weiden. In 
dieser Ausfuhiungsfbim wird ein Aluminiumfilm, der Scan- 
dium mit 2 Gewichts-% enthalt« benutzt (fig. 13A). 

AnschlieBend weiden porose anodische Oxidiilme 1216, 

1217 und 1218, nicfat-poiose anodische Oxidfilme 1219, 
1220 und 1221 und Gate-Elektroden 1222, 1223 und 1224 
durch die in der japanischen ungepniftcD Patentverofiendi- 
chung Nn 7-135318 oflfcngelegte Tcchnik gebildeL (Fig, 
13B). 

Nachdem der in Fig. 13B gezeigte Zustand eireicht ist, 
wird der gate-isolicrende Film 1212 mit den Gate-Elektro- 
den 1222, 1223 und 1224 und den pocosen anodischen 
Oxidfilmen 1216, 217 und 1218 als Maske geatzt Dann 
weiden die porosen anodischen Oxidiilme 1216, 1217 und 

1218 entfemt, um so einen in Fig. 13C gezeigten Zustand zu 
erlangen. Was in Fig. 13C duicb die Bezugszeichen 1225, 
1226 und 1227 bezeichnet wild, sind gate-isolierende Filme 
wie verarbeitet 

Dann wild ein ProzeB des HinzufUgens von Verunreini- 



gungselementen, die eine Leitfahigkeit ecgeben, durchge- 
fOhit. Die zu baunzenden Veiuoreinigungselemente kdnnen 
P CPhosglboc) Oder As (Arsen) sdn, falls sie vom n-lVp sind, 
odcx B CBor), fails sie vom p-iyp sind. 
S In dieser Ausfiihrungsform wild das Hinzufugen von Vcr- 
unreinigungen durch zw^ getiennte IVozesse durchgefuhrt 
Zuerst wird das crste Hinzufugen von Verunreinigungen (in 
dieser Ausfuhrungsf<xTn wird P (Phosphor) b«3Utzt) mit ei- 
ner hohen Beschleunigungs^wnni mg von etwa 80 keV 

10 durchgefuhrt, um ein n'XJebiet zu bilden. Das n'Gebiet wird 
so eingestelli, daB die Konzcntradon der P-Ionen 1 x 10^'- 
Atome/cm^ bis 1 x 10^^ Atomc/cm^ wird. 

Femer wird das zweUe Hinzufugen von Verunieinigun- 
gen bei einer niedrigen Beschleunigungsspannung von etwa 

15 10 keV durchgefuhrt, um ein n^Gebitt zu bilden. Da die Be- 
schleunigungsspannung niedrig ist, funktioniert in dieser Si- 
tuadon der gateisoliCTcnde Him. als eine Maske. Auch wird 
das n"tjebiet so eingestellt, daB der Rachenwiderstand 500 
Q Oder weniger wird (voizugsweise 300 A oder weniger). 

20 Durch den obigen ProzeB weiden ein Source- Gebiei 
1228, ein Drain-Gebiet 1229, ein Gebiet 1230 niedriger 
Konzentration an Venmieinigungen und ein kanalhildendes 
Ciebiet 1231 des n-Typ-TFT, der den CMOS-Schaltkicis 
darstellt, gebildet. Ebcnfails wird ein Source-Gebiet 1232, 

25 ein Drain-Gebiet 1233, ein CJebiet 1234 niedriger Konzen- 
tration an ^runieinigungen und ein kanalhildendes Gebiet 
1235 des n-lVp-TFT. der den Pixel-TFT darstellt, gebildet 
(Big. 13D). 

In dem in Fig- 13D gezeigten Zustand, ist die aktive 
30 Scbicht des p-Typ-TFT, der den CMOS-Schaltkreis dar- 
stellt, auch identiscb in der Struktur zur akdven Scbicht des 
n-Oyp-TFT. 

Wie in Fig. 14A gezeigt, wird eine Resistmaske 1236 auf 
den n-iyp-TFT aufgezogen, um VenmreiDigungsiQnen, die 

35 den p-iyp ergeben (in dieser Ausfuhrungsfoim wird Bor 
verwendet), hinzuzu^gen. 

In gleicher Weise wie beim oben beschriebenen ProzeB 
zum Hinzufugen von Veiunreirdgungea, wiid dieser ProzeB 
in zwei Prozcsse aufgcteilt und durchgefuhrt, und weil es 

40 notwendig ist, den n-iyp in den p-iyp umzukehren, werden 
B-(BQr)-Ionen mit -einrar -mehifach- hoh^ien Konzentration 
als der oben bes^iriebsxen Konzentration hinzugefugter P- 
lonen hinzugefUgt. 

Auf diese Weise weiden ein Souroe-Gebiet 1237, ein 

45 Drain-Gebiet 1238, ein Gebiet 1239 niednger Konzentra- 
tioa an X^nuueinigungen und ein kanalhildendes Gebiet 
1240 des p-iyp-TFT, der den CMOS-Schaltkxeis darstellt, 
gebUdet (Fig. 14A). 

Nachdem so die akdve Schicht vervoUstandigt worden 

SO ist, werden (fie Verunreinigungsionen durch eine Kombinar 
don von Ofengiiihen, Lasergliihen, Lampengliihen u.s.w. 
akdviert Glei(±uzeidg wird eine durdi den HinzufugepiozeB 
erziBUgte Beschadigung der aktiven Schicht repariert 

Dann wird ein Laminierfilm, der aus einem Siliziumoxidr 

SS film oder einem Siliziumnitridfilm bestdit, als ein Zwi- 
schenschichdsolierfilm 1241 gebildet, um Kontaktl5chei; 
Source-Eleknxxiea 1242, 1243 und 1244 und Drain-Elektro- 
den 1245 und 1246 zu bilden, um einen in F^. 14B gezeig- 
ten Zustand zu eireicfaai. 

60 AnschlieBend wird ein Siliziumnitridfilm 1247, de;r 10 bis 
50 nm dick ist, und eine schwaize Maske 1248 gebildet 
(Fig, 14C) Auf diese W^se ist die Struktur von F^ 14C da- 
durch charakbensiert, daB die schwaize Maske auch als 
obere Elektiode einer Hilfskapazitat dienL 

65 In der in Fig. 14C gezeigten Struktur wild die Hilfskapa- 
zitat, die zur Belegung eines groBen Gebiets neigt, auf dem 
TFT gebildet, und dadurch ist sie in der Lage, das Offtiungs- 
verhalmis zu veningem. Da auch der Siliziumnitridfilm mit 
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einer hoheo Dielektnzit^koostantB mit einer Dicke voa 
etwa 25 mn b^mzt weiden kann, kann eine sehr groBc Ka- 
pazitSt bei teduziato' FLache gesidien werdeo. 

AnschlieSoid wild ein zweitcx Zwischensduchusolier- 
film 1249 aus dnem oiganischen Kuoststoffilm mit der S 
Dicke von 0^ bis 3 jjm gebildet DaoD wild ein IdtBodsr 
Him auf dem Zwischensctnchtisolierfikn gebildet und dann 
gemustert, um eine Pixeleldctrode 1250 zu bilden. Da diese 
Ausfuhningsforni ein Beispiel eines Durchiafityps Lst, wild 
ein transparentex leitender Film wie etwa ITO als leitender lO 
Him verwmdet, der die Pixelelektiode 1250 darstellL 

Dann wird das gesamxe Substrac in einer Wasscrstoffat- 
mosphaie bei 350°C fur eine bis zwei Stunden eihitzt, um 
die gesamCe Vbrrichtung zu hydrieien, und daduich die 
Schlenkerbindung in dem Him (besonders in der aktiven 
Schicht) zu kompensieren. Der obige ProzcB macht es mog- 
lich, den CMOS-Schaltkieis und den Pixelmatrixschaltkrds 
auf demselben Substral zu bilden. 

Wie in Big. 15 gezeigc, wird anschlieBend ein ProzeB der 
Herstellung einer Hussigkristalltafei auf der Basis eines 20 
durch die obigen Ptozesse heigestelLten Aktivmalrixsub- 
strats beschriebeu. 

Ein Orienderungsfilm 1251 wird auf dem Akdvmarrix- 
substrat in dem in Fig. 14C gezeigten 2^tand gebildet In 
dieser Ausfubningsfcxm wird Polyimid fiir den Orientie- 25 
rungsfLlm 1251 benutzt Dann wird ein gegenuberliegeodes 
Substrat vorbereitet. Das gegenuberiiegende Substrat ist aus 
einem Cilassubstrat 1252, einem transparenten, Leitenden 
Him 1252 und einem Orientierungsfilm 1254 hecgestellt 

In dieser Ausfuhrungsform wild der Orientierungsfilm 30 
derail gebildet, dal3 die Russigkristallmolekule senkiecht 
zum Substrat ausgericbtet sind. Nachdem der Qrieatierungs- 
film gebildet worden ist, wird ein ReibeprozeB ducchge- 
fubrt, so daB die Plussigkristallmolekule mit einem gegebe- 
aea VordnBhungswinkel vertikal ausgenchtet sind. ^ 

ObgLdch eine schwarze Maske^ ein Farbfilter u.s.w. auf 
den gegenuberiiegenden Substiat gebildet weiden, wie gele- 
gentiich gefoideit wild, wild deieo Beschieibung hier weg- 



Danacfa wetden das Aktivmatrixsubstrat und das gegen- 40 
Ciberliegende Substrat, das obeo veraibeitet wuide, mitein- 
ander mit einem Dichtmaterial oder einem AbstandshaUer 
(nichi gezeigt) durch einen bekamitea Zellenzusammenbau- 
prozefi verbunden. Dann wird ein Hussigkristallmateiial 
1255 zwischen beide Substrate eingegossen, um voUst^dig AS 
abgedichtet das Flussigkiistallmaterial 1255 duicfa eine Vbt- 
slegelung (nicht gezeigt) einzuschliefien. Damit ist die in 
Fig. 15 gezeigte Hussigkristalltafei von DuichlaBtyp voU- 
stMndig. 

In dieser Ausf^ihrungsform ist die Hiissigkristalltafel ent- SO 
worfen, um eine Anzeige duich einen ECB-Mode (mit ei- 
nem eLektrischen Feld gesteuerter Doppelbrechungsmode) 
hecbeizufuhien. Deshalb ist angeoidnet, daB <fie FLiissigkri- 
stalltafel zwischen einem Paar poladsieiendBr Flatten (nicht 
gezeigt) in einem Kreuznicol gehalten werden (d. h. in ei- SS 
nem Zustand, in dem die paarigen Polarisadonsplatten zu- 
lassen, daB die jewetligen Polarisationsachsen zueinander 
senkiecht stehen). 

Dementspiechend ist zu erkennen, daB in dieser Ausfuh- 
rungsform die Anz^ge in einem normalerweise scfawazzea fiO 
Mode herbeigefuhrt wird, bei dem eine schwarze Anzeige 
erscheint, wenn keine Spannung an die Hussigkristalltafei 
angelegt ist 

Auch wird die Erscheinung des in Fig. 14C gezeigten Ak- 
uvmatrixsubstrats in Fig. 16 vereinfacht. In Fig. 16 bezeich- fiS 
net das Bezugszeichen 1601 ein Quarzisubstrat; das Bezugs- 
zeichen 1602 bezeicbnet eine PtKelmatrix; das Bezugszei- 
chen 1603 bezeichnet einen Source-Treiberschalckreis; das 



Bezugszeichen 1604 bezeichnet einen GatD-lVeiberschalt- 
kxeis; und das Bezugszeichen 1605 bezeichnet eiooi Logik- 

schaltkieis. 

In Fig. 16 wild eine Voispamiung einem i>-Kanal-TFT in 
dem CMOS-Schaltkieis zugefiihrt, welcher nach der vodie- 
genden Eifindung den Begelwandler und den mit der Gate- 
Signalleitung vcrbuodenen Invoier der letzten Stufe dar- 
stellt, dcx in dem Gate-Tieibeischaltkreis 1604 gebildet 
wird, wie in der ratten oder zweiten Ausfilhrungsform be- 
schneben. Daher ist die Sparmtmgsfestigkeit des Gate-lbei- 
berschalikreises hoch gemacht worden. 

Der Logikscbaltkreis 1605 enthalt alle Logikschaltkreise, 
die im weitesten Sinn aus if I aufgebaut sind. Um jedoch in 
der voriiegendm ^rfindung zu Schaltkieisen eine Unter- 
scheidung zu oeffen, welche konvoitionell der Pixelmatrix- 
schaltkieis und der TVeibersjhaitkreis genannt weidcn, wird 
der Logikschaltkreis 1605 ausgenchtet auf Signalverarbei- 
tungsscbaltkieise (Speicher, D/A-Wandler, Impulsgenerato- 
len, u.s.w.), die andore als die obigen Scbaltkieise sind. 

Auch ist die so strukturieite HussigkhstalLtafei ordt einem 
FPC-Endgrarat (flexible print circuit, flexibler Druckschalt- 
— kieis) als extemes Endgerat ausgerustet. Was allgemein 
ein "Riissigkrisiallmodur genannt wird, ist eine Hussigkri- 
stalltafei, die mit einem FPC ausgerustet isL 

Pemer ist die Hussigkristalltafei dieser Ausfiihiungsform 
so entworfen, dafi der PegeLwandler und der Inverter der 
l^zten Smfe nach der vorlicgcndcn Erfindung als Tbeiber- 
schaltkieis fur die Gate-Signalleitung benutzt wird, und man 
kann Hussigkristalltafeln aUer GroBenordnungen verwirkli- 
chen, von einer Hussigkristalltafei vom Projektortyp mit 
etwa 2 Zoil bis zu einer Hussigkristalltafei vom GroBbild- 
fonnat mit mehmen zehn ZolL 

[Vieite Ausffihningsform] 

Mit Bezug auf Fig. 17A und 17B wild eine hofacre Ver- 
soigungsspannung als eine Versorgungsspannung fiir einen 
Niederspannungstieiberabschnitt (Scbiebeiegista:schalt- 
kreis. Inverter, u.s.w.) oberhalb des Pbgelwandlers einem - 
Pegelwandler 1701 in einem Hochspannungstreiberab- 
schnitt eines gate-signalleitungsseitigen I^i^bers und einem 
Inverter 1702 der letzten Stufe zugefiihrt, der mit der Gate^ 
Signalleimng nach dieser Ausftihrungsform verbunden ist 
In dem Pegelwandler 1701 dieser AusfUhrungsfonn be- 
zeichnen die Zeichen 1Y3 und Tr7 Verarmungs-TFT, und die 
andeien Tt sind Anieicheruiigs-TFT (Fig, 17 A) . In den Fig, 
17 A und 17B werden die jeweiligen TFT dutch die Zeichra 
Trl bis IHl bezeidmet 

Auch ist bei dem Inv^ier 1702 dieser AusfUhrungsform 
TYIO ein VKarmungs-TFT und und Trl 1 sind Anreiche- 
rungs-TFT. 

In dieser Ausftihnmgsform wlid eine Beschieibung nur 
von dem Pegelwandlerschaltkieis und von dem Inverter- 
schaltkieis der letzten Stufe gegeben, und je nach gelegent- 
lichen Anfbrdeiungen wird eine Schieberegisterschaltkreis, 
ein anal<^r PufiTerschaltkieis, as.w. als gate-signallei- 
tungsseidger Txeiber benutzt. 

Mit Bezug auf Fig. 17A besteht der Pegelwandler 1701 
dieser Ausfuhrungsform aus zwei CMOS-Schallkreisen, an 
die eine V»soigungsspannung Vdd gefuhit wird. Die 
und Tr8 sind mit GND verbunden. Auch ist der Entwuif so, 
daB eine Spannung zwischen Source^ und Drain-Hlektrtxle 
von Tr3 und TV4 auf die Gate-Elektrcxle von TO gefiihrt 
wird. Ahnlich ist der Entwurf so, daB eine Spannung zwi- 
schen Source- und Drain-Elektrode von 11:7 und Tr8 auf die 
Gate-Elefctrode von IV? gefuhit wird. Deshalb Lst die an Its 
und Tr4 liegende Spannung im wesentUchen halbiert. Eben- 
falls wird die an Itl und TtS anliegende Spannung verteilt. 



• DE 198 32 

Demeotsprechend kano die Spannimgsfestigkeit des TFT 
hoch gemacfat werden, so daS Iceine hohe Last auf nur einea 
TFT ausgeubi winL 

Ein von dem Scfaieberegisterscfaaltkieis (nicht gezeigt) an 
dea I^gelwandler 1701 eingegebeoes P.ingangssignal ist 5 
detail, dafi bei Eingabe Signals Hi an Vin, inver- 
times Signal Lo an ^b dngegeben wird. Wenn das Signal 
Hi an Vin des Pfegelwandkas 1701 eingegebcn wird, dann 
wild ein Signal Lo von dem Ausgang Vout ausgegeben. 
Ebenso, wean das Signal Lo an Vin des Pfegelwandlers 1701 10 
eingegeben wird, dann wiid das Signal Hi mit auf 16 V an* 
gehobeoem Spannungspegel am Ausgang Vxit ausgegeben. 
Mit andoien Worten: der Pegel des an Vin des Pegelwandr 
leischaltkreises eingegebenen Signals wird inveitiert, auf 
ein hohes Potential angehoben und dann an den Inverter 15 
1702 der letzien Stufe ausgegeben. 

Fig. 17B zeigt einen Schaltkreis des Inverters 1702 der 
letzten Stufe, der mit der Gate-Signalleitung verbunden ist 
Der Inverter 1702 besteht aus einem CMOS-Schaltkrcis mit 
einen Ein-Gate-p-Kanal-TFT und dem Doppel-Gate-n- 20 
Kajial-TFT TVIO imd Trll. EHe TVIO und TVll werden auf 
decseiben aktiven Halbleiterschicht aufgebaut DiL, T>10 
und Trl 1 sind strukturiert durch Bildung zwei Gate-Elektro- 
den auf derselben aktiven HalbleiterschichL 

Die Versorgungsspannung Vdd wird auch dem Inverter 25 
1702 zugefiihrt, und der a-Kanal-TFT TrlO ist so entworfen, 
dafi eine Spannung zwLschen der Source- und der Drain- 
Elektrode von TvlO und Tell auf die Gate-Elcktrodc von 
Trio gefiihxt wird. Deshalb wird eine an TV 10 und Trll an- 
geiegte Spannung verteilt Deshalb gibt es keinen Fall, bei 30 
dem cine hohe Bclasning auf nur einen TFT ausgeubt wird. 

Das Ausgangssignal Vout von dem in Fig. 17A gezeigten 
Pegelwandler wird an Vin des in Fig. 17B gezeigten Inver- 
ters eingegeben, und sein invertiertes Signal wird an Vbut 
ausgegeben und dann an die Gaie-Signalleitung abgegeben. 3S 

Im Pegelwandler 1701 und im Inverter 1702 nach dieser 
Ausfubrungsform werden Verarmungs-TFT fiir die Tc3, Trl 
und TtlO b^utzt, was diarch \feranderung des lonendotie^ 
rungspix>zes5es im ProzeB zur Hostellimg des in der dritten 
Ausfubrungsform beschiiebenen CMOS-Schaltkieises pro- 40 
duziert werden kann. 

Auch sind der Pegelwandler 1701 und der Inverter 1702 
dieser Ausfubrungsform so entworfen, daB eine cdedrigerc 
Spannung als die Vcrsoigungsspannung den Gate-Elcktro- 
den von Tr3, Tr7 und TtlO zuge fiihrt wird, und dadurch 45 
kann die Spannungsfestigkeit d^ TFT boch gemacht wer- 
den. 

[Funfte Ausfubrungsform] 

SO 

In dieser Ausfubrungsform wird eine Beschrdbung eines 
Projektors von Drei-Plattcn-'iyp gegcbcn, bei dem eine 
Flussigkristalltafel mit integiiertem peripberen Scbaltkreis 
und mit dem Tceiber der vodiegenden Brfindung, wie in der 
obigen ersten, zweiten oder vierten Ausfuhningsform be- SS 
schrieben, aufgebaut wird. 

Fig. 18 zeigt einen Ptojcktor vom Drd-Platteo-iyp, der 
die Flussigkristalltafel der dritten Ausfubrungsform ver- 
wendeL Mit Bezug auf Fig. 18 bezrachnet das Bezugszei- 
cben 1801 dne Lichtquelle, und die Bezugszeichen 1802 60 
und 1803 bezeichnen dictuoidsche Spiegel, die selekdv das 
Licht mit Wellenlangenbereicben von R (rot) bzw. G (griin) 
reflektieren. Die Bezugszeichen 1804, 1805 und 1806 be^ 
zeichnen total reflektierende Spiegel und die Bezugszeichen 
1807, 1808 und 1809 bezeichneo Hussigknstalltafeln vom €S 
DurcblaBtyp, die mit G bzw. B konespondieren. Das Be^ 
zugszeichen 1810 bezeicbnet ein dicbroitisches Prisma, das 
Bezugszeichen 1811 bezeicbnet eine Ptojekdonslinse und 




das Bezugszeichen 1812 bezeicbnet einen BUdschirm. 

Der Piojekior vom I>rei-Plaiicn-iyp nach dieser Ausftih- 
rungsfcrai zeigt Bildcr an, die mit dm drd. Ptimaifarben rot, 
blau und griin auf drei mc»iochrDm-anzeigcnden Flussigkri- 
stalltafeln 1807, bzw. 1809 korrespondieren, und es 

werden die obigen Flussigkristalltafela rnit Licht der kocro- 
spondierenden FtimaifarbCT ausgeleudiiet. Dann werden 
die so erbaltenen Bikto der jeweiiigen Pnmarfarbenkompo 
nenten durch das dichroitische Prisma 1810 zusammenge- 
fuhrt und dann auf den Bildschirm 1812 projizieit. Deshalb 
ist da Plx>jektor vom Drd-Platten-iyp ausgezeichnet in da 
Anzeigeleistung (Aufldsung, Schinnausleuchtung, Faxb- 
reinheit 

[Sechste Ausfiifaningsform] 

In dieser Ausfubrungsform wild eine Beschxeibung gege^ 
ben von einem Projektor vom Ein-Platten-TVp, bei dem eine 
Flussigkristalltafel mit integrlertem peripheien Scbaltkreis 
und mit dem Tteiba der vorlicgcndcn &findung, wie in der 
obigen ersten, zweiten oder vierten Ausfubrungsform b&- 
schrieben, aufgebaut wird. 

Die Struktur des Russigkristallpiojektors vom Ein-PLal- 
ten-iyp nach diesw Ausfubrungsform wird in Fig. 19 ge- 
zeigt. Das Bezugszeichen 1901 bezeicbnet eine Lichtquelle; 
das Bezugszeichen 1902 bezeicbnet eine Kondenserlinse; 
das Bezugszeichen 1903 bezeicbnet cine Flussigkristallta- 
fel; das Bezugszeichen 1904 bezeicbnet eine Projektions- 
linse; und das Bezugszeichen 1905 bezeicbnet einen Bild- 
schirm. Ein Farbfilter ist auf der FUissigkristaUtafel 1903 an- 
gebrachL 

Beim Flussigkristallprojektor vom Ein-PLatten-TVp nach 
dieser Ausfubrungsform wird unter Benutzung des Farbfil- 
ters das mit den jeweilig erbaltenen Pixel konespondierende 
Licht durch ein Verfahren auf den Bildschirm geworfen, bei 
dem die jeweiiigen Pixel von R, G und B jeweils durch das- 
selbe System wie bei der Fliissigkri stall anzeigevorricfatung 
fur direkte Betrachtung getrieben werden. 

Ln Vergleich zum Fliissigkristallprojekior vom Drei-Plai- 
ten-iyp nach der ftinftcn Ausfubrungsform ist der Flussig- 
kristaUprojektor. vom -Ein-Platten-lVp ausgezeicbnet hin- 
sichtlich Pteis, Grofie u.s.w., da die Anzahl der optischen 
Teile nur 1/3 betragt. 

In dem FaU jedoch, in dem dicselbc Flussigkristalltafel 
fur den Hussigkristallprqjektor vom Drei-Platten-Typ und 
dem konventioneUen Hiissigknstallprojektor vom Kn-Plat- 
ten-iyp, weiden beim Drei-Platten-TVp drei Farben auf ei- 
nem Pixel zusammengebracht, wahrend ein Pixel nur als ein 
einfarblges Pixel benutzt wird. Folglicb ist der Ein-Platten- 
lyp hinsichtlich der Bildqualitat dem Drei-Platten-iyp un- 
terlegen. Zusatzlicb erlangt der obige Russigkristallprojek- 
tor vom Ein-Plaiten-'IVp ein Bild der gcwUnschten Farbe 
durch Absorbieren nutzloser Komponenten eines weifien 
Lichts von der Lichtquelle mit dem Farbfilter. Dementspre- 
chend wird das weifie, auf die Russigkristalltafel einfal- 
lende Lidit nicht mehr als zu einem Drittel duichgelassen, 
und deshalb ist der \^kungsgrad des lichtes relativ nied- 
rig. 

Deshalb werden der FUissigkristallprojektor vom Drei- 
PLatten-TVp nach dear fUnften Ausfilhrungsform und der 
RQssigkristallpiojektor vom Ein-Platten-iyp nach dieser 
Ausfuhrungsf(C»rm abhangig von der Mutzung verwradet 

[Siebte Ausfuhiungsfbrm] 

In dieser AusfUhrungsform wird eine Beschxeibung eines 
Projektors (Fems^prcjektion) gegebea, in den der in der 
fUnften Ausfubrungsform oder der sechsten Ausfuhtungs- 
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fonn beschriebene FUissigkristaUptiojektor als eine optische 
Maschine eingebaut isL 

Fig. 20A und 20B sind Diagranune, die die Erscheinung 
eines Ptojektionsfernsehers aach dieso: Ausfiihningsfonn 
zeigen. Der I^ekdonsferoseher dieser Ausfuhrungsfann 
ist ym dem Typ, der auch allgemein "Riickjxxxjdcdoastyp" 
geoaimt wird. Fig. 20A ist eine Seiteaansicht einer verein- 
fachteo intemra Struknu; Auch ist Fig. 20B dne peispekti- 
vische Sicht eines Ftojektionsfemseheis nach dieser Aiis- 
fuhningsfonn. 

In Fig. 2QA und 20B bezeichzwt das Bezugsz^chen 2001 
einen Haiq)tk5iper; das Bezugszeichea 2002 bezeichaet 
eine optische Maschine, in der ein Fliissi^oistallprojektor 
der fiinften oder der sechsten AusEihrungsform eingebaut 
ist; das Bezugszeichea 2003 bezeichnet einen Refiektor und 
das Bezugszeichen 2004 bezeichnet einen Bildschirm. Ob- 
wohl der Projektionsfernseher in der Struktur kompliziert 
ist, well andeie optische Systeme tatsachlich dazu hinzuge- 
fugt wurden, werden nur die Umrissc der Struktur in dieser 
Ausfuhrungsform gezeigt. 

In der FliissigkristalUafel nach der fiinften Ausfuhrungs- 
form oder der sechsten Ausfuhrungsform sind ein perlpherer 
Treiberschaltkreis und ein Logikschallkreis mit einem Pi- 
xelgebiet intcgrierL Dementspiechend kann diese Riissig- 
kristalltafel auch an Signals des NTSC-Systetna, des R^I^ 
Systems und des digitalen Systems angepaBt werden. 

Selbst wenn ein Videosignal an verschiedene Auflosun- 
gen wie etwa XGA, SXGA oder UXGA angepaBt werden 
kann, wird auch die Verschlechterung der Auflosung durch 
eine Vorrichtung wie etwa eine schwarze Anzeige verhin- 
den, bei der unnQtige Abschnitte (nicht-anzeigcnde Bildab- 
schnitte) durch einen Logikschaitkreis oder ahnliches als 
schwarz dargestellt werden, und ein Bild mit hohem Kon- 
trast kann vorgesehoi werdenu 

[Adite Ausfuhrungsform] 

In dieser Ausfuhrungsform wird eine Beschreibung gege- 
ben von einem Flussigkristallprojektor, der in der Struktur 
unterschiedlich zu dem der siebten Ausfuhrungsform ist. 
Die FlQssigkristalltafel der dritten Ausfuhrungsform wird in 
der Flussigkristallprojektion dieser Ausfuhrungsform in 
ahnlicher Weise verwendet. Die Vorrichtung dieser Ausfuh- 
rungsform ist von dem 1^, der allgemein ''Frontprojekti- 
OQStyp" genannt wird. 

Fig* 21 ist ein Struktuidiagramm, das einen Frontprojek- 
tor nach dieser Ausfuhrungsform zeigt. In Fig. 21 bezeich- 
net das Bezugszeichen 2101 einai Projektorkorper, das Be- 
zugszeichen 2102 bezeichnet eine Ptojektionslinse und das 
Bezugszeichen 2103 bezeichnet eine Rxyjdctionswand. 

Der in der fiinften Ausfuhrungsfojm beschriebene Projek- 
tor wird in dem Ptojektorkocper 2101 vnwendet. Ein Licht 
mit BiMinformadon wird von dem Projektorkorper 2101 ge^ 
liefert, und das Bild wird von der Prcjektionslinse 2102 auf 
die I^rojektionswand 2105 geworfen. 

Das beachtenswerteste Merkmal des Frontprojektions- 
typs liegt darin» da£ ein Bild auf eine groSe Projektionswand 
geworfen wird. Dementsprecbend ist drar Bedarf danach als 
Anwendung fUr Konfererusen und IVMsentatLonen hoch. Die 
PtqjektionswSnde ycm 100 ZoU (2,5 m) und 200 Zoll (5 m) 
werden haufig benutzt. 

In gleicher Weise kann als Frontprojektionstyp dieser 
Ausfuhrungsform der Prqjektor voim Drei-Plattsi-Typ nach 
der funften Ausfuhrungsform und der Projektor vom Ein- 
Platten-iyp nach der sechsten Ausftihrungsfcnn in Abhan- 
gigkeit von der Nutzung verwendet werden. 
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[Keunte Ausfuhrungsform] 

In dieser Ausfuhrungsform wird dne Beschreibung von 
&x3cr Flussigkristalianzeigevomchtung gegeben. die anti- 
5 ferro-elektriscfaB FliissigkristaLle mit einem Tbeiberschait- 
kreis der vorliegendKi Erfindung benutzt 

Wcgea eines Verfahiens d^ Heistellung eines Aktivoiar 
tnxsubscrats mit den Pixel-T FT un d den in dieser Ausfub- 
ningsfbrm benutztiKi Iteiber-TFT wird auf die dritte Aus- 
10 fuhrungsfoim verwieseru 

In derFlussigkdstallanzeigevorrichtung nach dieser Aus- 
fUhruDgsform wird ein antiferro-elektrischer FlussigkristaU 
verwendet Der antrfeno-elektrische FliissigkristaU hat zwei 
Orienderungszustande, und wenn eine Spannung durch die 
15 Pixel-TFT an den anitferro-elektrischen Flussigkristall an- 
gelegt wird, werden die nussigkristallmolekiile in dem er- 
slen oder zweiten Orientierungszustand in den zweiteo oder 
ersten stabilen Orientierungszustand verandert Das Verhalt- 
nis der Russigkristailmolekule, die in dem erstcn oder zwei- 
20 ten stabilen Orientierungszustand sind, kann entsprechend 
einem Wert der angelegtm Spannung verandert werden. 
Dementsprecbend kann ein Halbtonzustand durch Steue- 
rung der angelegten Spannung gesteuen werden. 

Die Flussigkristallanzeigevornchtung mit Benutzung des 
25 antiferro-elektiischen Flussigkristalls nach dieser Ausfuh- 
rungsform verursacht keine Verschlechtjerung des TVeiber- 
schaltkieises, wenn eine reladv hohe Spannung angelegt 
wird, da der Pegelwandler und der Inverter der letzten Stufe 
nach der vorliegenden Erfindung fur den IVeiberschaltkreis 
30 benutzt werden. 

Audi ist die Russigkristallanzeigevorrichtung, die anti- 
ferro-elektrische FliissigkristaUe nach dieser Ausfuhrungs- 
form verwendet, hoch hinsichtlich der Ansprechgeschwin- 
digkeit und ausgezeichnet in der Prequenzcharakteristik Im 
3^ Vergleich zu der FLussigkristallanzeigevorrichtung des TN- 
Modes. Dementsprechend kann ein ausgezdchnetes Bild 
angezeigt werden. 

[Zehnte Ausfiihrxingsform] 

40 

In den obigen dritten-bis achten Ausfuhningsformen wird 
der IVeiberschaltkreis nach der vorliegenden Erfindung fiir 
die Flussigkristalltafel verwendet, die die Anzeige in dem 
BCB-Mode (mit elekirischcm Feld gesteuerter Doppelbre- 
45 chungsmode) herbeifuhrt. Jedoch kann der IVeiberschalt- 
kreis der vorliegenden Erfindung verwendet werden fur eine 
Flussigkristalltafel, die eine Anzeige in einem IPS-Mode 
(elektrischer Querfeldmode) unter dem ECB-Mode herbei 
fiihrt, oder er kann fur eine FliissigkzistaUtafel benutzt wer- 
50 den, die eine Anzeige in einem Mode wie dem TM-M6de 
(gediehter i^natischer Mode) oder dem STN*Mode (super- 
gedrditer nematischer Mode) herbeifUhrt 

Audi wurde in der dritten bis achten Ausfiihrungsform 
die Riissigknstalltafel vom DurchlaOtyp bescfarieben. Je- 
ss doch ist es unndtig festzusteUen, dafi der IVeiberschaltkreis 
mit dem Pegelwandler und dem Inverter der letzten Stufe 
nach der voi^egenden Erfindung ftkr eine ROssigkristalltafel 
vom SeflexioDStyp verwendet werden karm. 

Femer wurden in der obigen dritten bis neunten Ausfiih- 
€0 rungsform ein Fall der Nutzung von Fiassigkristall als An- 
zeigemedium beschrieben. Jedoch kann der TVeibmchalt- 
kreis nach der vorliegenden Erfindung auch benutzt werden 
fiir eine Mlsdischicht aus Flussigkristall und Hochpolyme- 
ren, eine sogenannte Hochpolymerflussigkristallanzeigevor- 
fiS richtung vom Diffusionstyp. Zusatzlich kann der IVeiber- 
schaltkreis der vorliegenden Erfindung fur eine Anzeigevor- 
richtung mit irgendeaner andercn optischen Anzeigemedi- 
unudiaraktenstik verwendet weiden, die als Reaktion auf 



23 



DE 198 32 297 A 1 



eine angelegte Spannung veiandert werdeo kann. Z3. kann 
ein Elektioluamiiszeasmedium odcx ahniiches als Anzeige- 
medium verwendet warden. 

Wie oben beschiiebeo kann nach der vodiegeoden Erfiji- 
duDg seLbst damu wenn eine lelativ hohe Spannung zum S 
Tieiben einer Gate-Signalleining benotigt wild, und eine 
Stromvmoigung hohcx Spannung verwendet wird, die Mtc- 
schlecbtening daes TFT aufgnind "heiBer Tcagex", die ein 
Problem bei den konventioneUen Beispielen darstellt, ver* 
hindeit werden, und die Spannungsieserve, die ein TVeiber 10 
hat, wird hoch gesetzt, um dadurch eine hohere Spannungs- 
fesdgkeit des IMbers zu eneichen. 



Patentanspriicbe 
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1. Trdberschaltkreis ftir eine Anzeigevoirichtung, der 

enthalt: 

drei Veisoxgungs^>annungen Vddl, Vdd2 und Vss; 
und 

cine Vielzahl von CMOS-Schaltkreisen, die auf einem 20 
isoiieienden Substral gebildetsind, vchi denea jeder der 
Vielzahl von CMOS-S^^altkreisen enthalt: 
einen AusgangsanschluB; 
einen EingangsanschluB; 

mindeatens einen p-Kanal-TFT, der zwischen die Ver- 25 
sorgungsspannung Vdd2 und den Ausgangsanschlufi 
geschaltet ist; und 

einen n-Kanal-TFT mit zwci Gate-Elektroden, der zwi- 
schen den AusgangsanschluB und die Versoigungs- 
spannung Vss geschaltet ist, 30 
wobei die Bcziehung Versorgungsspannung Vdd2 > 
Versorgungsspannung Vddl > Versorgungsspannung 
Vss befriedigt ist, und wobei eine der zwei Gat&-ElBk- 
troden des n-Kanal-TFT, die nahe dem p-Kanal-TFT 
liegt, mit der Versorgungsspannung Vddi verbunden 3S 
ist, und die andere Gate-Elektrode mit dem Eingangs- 
anschluB verbunden ist 

2. Schahkreis nach Anspnich 1, der femer einen Pfe- 
gelwandler und einen Inverter oder einen Puffer mit 
dem CMOS-SchaUkxeis enthalt 40 

3. Schallkreis nach Anspiuch 1 oder 2, wobei der a- 
Kanal-TFT mit den zwei Gate-Eleklroden auf dersel- 
ben Halbleiterschicht gebildet wild. 

4. Schaltkreis nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 

3, wobei der p-Kanal-TFT zwei Gate-Eiektroden exit- 45 
halt 

5. Anzeigevorrichtung, die enthalt: 
ein Lsolierendes Substrat; 

eine Vielzahl von Hxel-TFT, die auf dem isolierenden 
Substrat gebildet sind; 50 
einen Ibeiberschaltkieis^ der auf dem isoiieienden Sub- 
strat gebildet ist, zum TVeiben der Vielzahl von PixeL- 
TFI^ und ein Anzdgemedium, dessen optisches Ant- 
wortverhalten gesteuert wixd duich die Vielzahl der Pi- 
xel-TFT, ss 
wobei der Ibeiberschaltkreis enthalt: 
drei Veisoigungsspannungen Vddl, Vdd2 und Vss; 
und eine Vielzahl von CMOS-Schaltkzeisen, die auf 
dem isolierendm Substrat gebildet werden, von denen 
jeder der Vielzahl von CMOS-Schaldueisen enthalt: fiO 
einen AusgangsanschluB; 
einen EingangsanschluB; 

mindestens einen p-Kanal-TFT, der zwischen die 
sorgungsspannung Vdd2 und den AusgangsanschluB 
geschaltet ist; und 6S 
einen n-Kanal-TE'T mit zwei Gate-Hektroden, der zwi- 
schen den AusgangsanschluB und die ^^rsozgungs- 
spannung Vss geschaltet ist, uod 



wobei die Beziebung Versorgungsspannung Vdd2 > 
Versoigungsspannimg Vddl > Versorgungsspannung 
Vss befriedigt ist, imd 

wobei einer der zw^ Gate-Elcktroden des n-Kanal- 
TFT, der nahe dem p-Kanal-TFT liegt, nrit der Versor- 
gungsspannung Vddl verbunden ist, und die andere 
Gaie-Hckxiode mit dem EingangsanschluB verbunden 
ist 

6. Mmichtung nach An^jruch 5, die femer einen Pe^ 
gelwandler und einen Inverter mit dem CMOS-Schalt- 
kreis enihait. 

7. Mimchnmg nach Anspnich 5 oder 6, wobei der n- 
Kanal-TPT mit den zwei Gate-Elektroden auf dersel- 
ben Halbleiterschicht gebUdet ist 

8. M)rdchtung nach irgenddnem der Anspniche 5 bis 

7, wobei der p-Kanal-TFI zwei Gate-Eleklroden ent- 
halt 

9. Vorrichtung nach irgendeinem der Anspriiche 5 bis 

8, wobei das Anzeigemedium FlOssigkristalle enthalt 

10. Vorrichtung nach irgendeinem dor Ansprtiche 5 bis 

9, wobei das Anzeigemedium anti-ferroelektrische 
PliissigkristaUe enthalt 

11. Treiberschaltkreis fur eine Anzeigevorrichtung, 
die OTthait: 

zwei Verscwgungsspannungen Vdd und Vss; und 

eine Vielzaii von CMOS-Schaltkreisen, die auf einem 

isoUerenden Substrat gebQdet sind, von denen jeder der 

Vielzahl von CMOS-Schaltkreisen enthSit: 

einen AusgangsanschluB; 

einen EingangsanschluB; 

mindcstens einen p-Kanal-Anreichcrungs-TFT, der 
zwischen die Versorgungsspannung Vdd und den Aus- 
gangsanschluB geschaltet ist; 

einen n-Kanal-Anieicherungs-TFT von dem minde^ 
stens eine der Source- und Drain-Elektroden mit der 
Versorgungsspannung Vss v^bundcn ist; und 
einen n-Kanal-Verarmungs-TFT, der zvsrischen die an- 
dere der Source- und Drain-Elektroden des n-Kanal- 
Anieicherungs-TFT und den AusgangsanschluB ge- 
schaltet ist, 

wobei die Beziehung,. Versorgungsspannung Vdd > 
Versorgungsspannung Vss befriedigt ist, und 
wobei eine Gate-Elektrode des n-Kanal-Vcrarmungs- 
TFT mit einem Knoten zwischen dem n-Kanal-Verar- 
mungs-TFT und dem n-Kanal-Anreicherungs-TFT 
verbunden ist 

12. Schaltkreis nach Anspnich 11, der femer einen Pe- 
gelwandler und einm Invertor mit dem CMOS-Schalt- 
kreis enthalt 

13. Schaltkreis nach Anspruch 11 oder 12, wobei der 
n-Kanal-Anreicherungs-TFT und der n-Kanal-Verar- 
mung&-TFT auf derselben Halbleiterschicht gebildet 
sind. 

14. Schaltkreis nach irgendeinem der Anspriiche 11 
bis 13, der femer einen p-Kanal-Anieicherungs-TFT 
zwischen dem p-Kanal-Anreicherungs-TFT und dem 
AusgangsanschluB enth^t 

15. Anzeigevorrichtung, die enthalt: 
ein isolierraides Substrat; 

eine Vielzahl von Pixel-TFT, die auf dem isolierenden 
Substrat gebildet sind; 

einen IVeibsschaltkrras zum Treiben der Vielzafal von 
Pixel-TFT, und 

eine Hussigkiistallschicht dercn opdscbes Antwort- 
verhalten dutch die Vielzahl der Hxel-TFT gesteuert 
wird, 

wobei der Iteiberschaltkreis enthalt: 

zwei Versorgungsspaonungen Vdd und Vss; und 
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eine Vielzahl von CMOS-Schaltkieiseii, die auf dem 
isoliercndeo Subscrat gebildet sind, voa d»ea jeder der 
Vielzahl voa CMOS-Scfaaltkreisai enthalc: 
einea AusgangsanschluB; 

einen EingangsaiischluB; 5 

mindestens einen p-Kanal-AureicfaeruDgs-'ITT, der 
zwischen die Verscxgungsspannung Vdd und den Aus^ 
gangsanschiuS geschaltet ist; und 
einen o-Kanal-Anzeicherungs-TPT von dem minde- 
stens eine der Source- und Drain-EldctiDden mil der LO 
Versoigungsspannung Vss vcrfaundcn ist; und 
einen n-Kanal-Vmimungs-TFr, der zwischen die an- 
dere der Source^ und Drain-Blelctzoden des n-Kanal- 
Anmcheiungs-TFT und den AusgangsanschluS ge- 
schaltet ist, U 
wobei die Bcziehung Versorgungsspannung Vdd > 
Versoigungsspannung Vss be&iedigt ist, und 
wobei eine Gale^Elektrode des a-Kanal-Verarmungs- 
TFT mit einem Knoten zwischen dem n-Kanai-Verar- 
mungs-TFT und dem n-Kanai-Anieichenings-TFT 20 
verbunden ist 

16. Votiichtung nach Anspruch 15, die femer einen 
Pegelwandler und einen Inverter mit dem CMOS- 
Schaltkreis enthalL 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, wobei der 25 
mindestens eine n-Kanal-Anreicherungs-TFT und der 
n-Kanal-Verarmungs-TFT auf dcrselben Halbleiter- 
schicht gebildet sind. 

18. Vorrichtung nach Irgendeinem der Anspriiche 15 
bis 17, die femer einen p-Kanal-Anieicherungs-TFT 30 
zwischen dem p-Kanal-Anreicherungs^TFT und dem 
AusgangsanschluB enthalL 

19. Treiberschaltkreis fiir eine Anzeigevonichtung, 
der enthalt: 

drei Versorgungsspannungcn Vddl, Vdd2 und Vss; 35 
einen Trdbcrabschnitt mit niedriger Versorgungsspan- 
nung; und einen Treiberabschnitt mit hoher \fersor- 
gungs spannung, 

wobei die Beziehung Versorgungsspaimung Vdd2 > 
Versorgungsspannung Vddl > Versorgungsspannung 40 
Vss beMedigt ist; 

wobei der TVeiberabschnitt mit hoher Versorgungs- 
spannimg eine \^elzahl von CMOS-Schaltkreisen ent- 
hall, die auf einem isolieienden Substrat gebildet sind, 
von denen jeder der Vielzahl von CMOS-Schaltkreisen 45 
enthalt: 

einen AusgangsanschluB; 
einen EingangsanschluB; 

mindestens einen p-Kanal-TFT, der zwischen die Ver- 
sorgungsspannung Vdd2 und den AusgangsanschluB SO 
geschaltet ist; und 

einen n-Kanal-TE^ mit zwei Gate-Elektroden, der zwi- 
schen den AusgangsanschluB und die Versorgungs- 
spannung Vss geschaltet ist; und 

wobei eine der zwei Gate-ELektioden des D-Kanal- S5 
TFX die aahe dem p-Kanal-TFT liegt, mit der Vcrsor- 
gupgsspaimung Vddi verbunden ist, und die andeie 
Gate^-Bleklrode mit dem EingangsanschluB verbunden 
ist, und 

wobei die Versoigungsspannung Vddl als >AeTSor- fiO 
gungsspannung dem TVeiberabschnitt mit niedriger 
Versorgungsspannung zugefuhrt wild. 
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